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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデータ線を介して複数の画素を駆動する画素駆動装置であって、
　前記複数の画素の各々は、カソードとアノードを有する発光素子と、電流路と制御端子
を有し、前記電流路の一端が前記発光素子の前記アノードに接続され、該電流路の他端に
電源電圧が印加される駆動トランジスタと、前記各データ線の一端と前記駆動トランジス
タの前記電流路の一端との間に設けられ、当該画素が選択状態に設定されたときに導通し
、非選択状態に設定されたときに非導通となる第１のスイッチ素子と、前記駆動トランジ
スタの前記電流路の他端と前記駆動トランジスタの前記制御端子との間に設けられ、当該
画素が前記選択状態に設定されたときに導通し、前記非選択状態に設定されたときに非導
通となる第２のスイッチ素子と、を有し、前記選択状態に設定されたときに、導通した前
記第２のスイッチ素子を介して前記駆動トランジスタがダイオード接続状態にされる画素
駆動回路と、を有し、
　前記各画素の前記発光素子の前記カソードに印加するカソード電圧の電圧値を設定する
電圧制御回路と、
　前記選択状態に設定され、前記駆動トランジスタの前記電流路の他端に一定電圧の前記
電源電圧が印加された前記画素に対して、前記電圧制御回路により前記カソード電圧を第
１の設定電圧に設定した状態で、前記複数のデータ線の各々に第１の検出用電圧を印加し
、導通した前記第１のスイッチ素子を介して前記ダイオード接続状態にされた前記駆動ト
ランジスタの前記電流路の一端に前記第１の検出用電圧を印加して、前記各データ線を介
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して前記駆動トランジスタの前記電流路に電流を流し、前記各データ線をハイインピーダ
ンス状態に設定して前記電流を停止させた後、前記データ線の電圧値が収束する時間より
短い時間に設定された第１の緩和時間が経過した第１のタイミングで取得される前記各デ
ータ線の電圧値と、前記各画素の前記画素駆動回路の電流増幅率の値と、に基づいて、前
記各画素の前記駆動制トランジスタのしきい値電圧に関連する第１の特性パラメータを取
得する補正データ取得機能回路と、
　を備え、
　前記第１の設定電圧は、前記第１の検出用電圧と同電圧、又は、前記第１の検出用電圧
より低電位で前記第１の検出用電圧との電位差が前記発光素子の発光閾値電圧より小さい
値となる電圧、に設定されて、前記駆動トランジスタの前記電流路の一端に前記第１の検
出用電圧が印加され、前記各データ線の電圧値が取得される際に前記各画素の前記発光素
子に逆バイアス電圧が印加されないように設定されていることを特徴とする画素駆動装置
。
【請求項２】
　前記複数のデータ線の各々の電圧値を取得する複数の電圧取得回路を有し、
　前記各電圧取得回路は、前記電圧制御回路により前記カソード電圧を前記第１の設定電
圧に設定した状態で、前記各データ線に前記第１の検出用電圧を印加した後の前記各デー
タ線の電圧値を、複数の第１の検出電圧として取得し、
　前記補正データ取得機能回路は、前記複数の第１の検出電圧の電圧値に基づいて前記第
１の特性パラメータを取得することを特徴とする請求項１記載の画素駆動装置。
【請求項３】
　前記第１の緩和時間は１～５０μsecの時間に設定されていることを特徴とする請求項
１記載の画素駆動装置。
【請求項４】
　前記各電圧取得回路は、前記選択状態に設定され、前記駆動トランジスタの前記電流路
の他端に前記電源電圧が印加された前記画素に対して、前記電圧制御回路により前記カソ
ード電圧を第２の設定電圧に設定した状態で、前記各データ線に第２の検出用電圧を印加
して、該各データ線を介して前記駆動トランジスタの前記電流路に電流を流した後、前記
各データ線をハイインピーダンス状態に設定して前記電流を停止させた後、前記第１の緩
和時間より長く、前記データ線の電圧値が収束する時間に対応する第２の緩和時間が経過
した第２のタイミングで、前記各データ線の電圧値を複数の第２の検出電圧として取得し
、
　前記補正データ取得機能回路は、前記複数の第２の検出電圧の電圧値に基づいて、前記
画素駆動回路の前記電流増幅率に関連する第２の特性パラメータを取得し、
　前記各電圧取得回路における前記第２の検出電圧の取得及び前記補正データ取得機能回
路における前記第２の特性パラメータの取得は、前記各電圧取得回路における前記第１の
検出電圧の取得及び前記補正データ取得機能回路における前記第１の特性パラメータの取
得より前に実行され、
　前記第２の設定電圧は、前記選択状態に設定され、前記駆動トランジスタの前記電流路
の他端に前記電源電圧が印加された前記画素に対して、前記カソード電圧を初期電圧に設
定した状態で、前記各データ線に第３の検出用電圧を印加して、該各データ線を介して前
記駆動トランジスタの前記電流路に電流を流した後、前記各データ線をハイインピーダン
ス状態に設定して前記電流を停止させた後、前記第１の緩和時間より長く、前記データ線
の電圧値が収束する時間に対応する第３の緩和時間が経過した第３のタイミングでの前記
各データ線の電圧値に基づく電圧に設定され、
　前記初期電圧は、前記電源電圧と同電圧、又は、前記電源電圧より低電位で前記電源電
圧との電位差が前記発光素子の発光閾値電圧より小さい値となる電圧、に設定されている
ことを特徴とする請求項２に記載の画素駆動装置。
【請求項５】
　前記第２の設定電圧は、前記第３のタイミングでの前記各データ線の電圧と同じ極性を
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有し、絶対値は、前記第３のタイミングで前記複数の電圧取得回路により取得される前記
各データ線の電圧値の絶対値の、平均値、最大値、又は前記平均値と前記最大値の間の値
、の何れかの値に設定されていることを特徴とする請求項４に記載の画素駆動装置。
【請求項６】
　前記複数のデータ線に対応して設けられ、前記第１の検出用電圧、前記第２の検出用電
圧及び前記第３の検出用電圧を含む所定の電圧を出力する複数の電圧印加回路を有し、
　前記各電圧印加回路は、前記各データ線に接続されて、該各データ線に前記第１の検出
用電圧、前記第２の検出用電圧及び前記第３の検出用電圧を印加し、
　前記各電圧取得回路は、前記データ線と前記電圧印加回路との接続が遮断された後、前
記第１のタイミング及び前記第２のタイミングでの前記各データ線の電圧値を、前記複数
の第１の検出電圧及び前記複数の第２の検出電圧として取得することを特徴とする請求項
４に記載の画素駆動装置。
【請求項７】
　外部から供給される画像表示用の画像データを前記第１及び第２の特性パラメータに基
づいて補正した補正画像データを生成する画像データ補正回路を有し、
　前記電圧印加回路は、前記複数の画素により前記画像データに応じた画像表示を行う際
に、前記画像データ補正回路により生成された前記補正画像データに応じた階調電圧を、
前記各データ線に印加することを特徴とする請求項６に記載の画素駆動装置。
【請求項８】
　前記各データ線と前記電圧印加回路との接続及び遮断を行い、前記データ線の一端と前
記電圧印加回路との接続を遮断して前記データ線をハイインピーダンス状態に設定する接
続切換回路を有し、
　前記各電圧取得回路は、前記接続切換回路が前記データ線をハイインピーダンス状態に
した後、前記第１のタイミング及び前記第２のタイミングに対応する時間が経過した時点
の前記データ線の電圧を、前記複数の第１の検出電圧及び前記複数の第２の検出電圧とし
て取得することを特徴とする請求項７に記載の画素駆動装置。
【請求項９】
　発光装置であって、
　複数の画素と、複数のデータ線とを有し、前記各画素は、カソードとアノードを有する
発光素子と、電流路の一端が前記発光素子の前記アノードに接続され、該電流路の他端に
電源電圧が印加される駆動トランジスタと、前記各データ線の一端と前記駆動トランジス
タの前記電流路の一端との間に設けられ、当該画素が選択状態に設定されたときに導通し
、非選択状態に設定されたときに非導通となる第１のスイッチ素子と、前記駆動トランジ
スタの前記電流路の他端と前記駆動トランジスタの前記制御端子との間に設けられ、当該
画素が前記選択状態に設定されたときに導通し、非選択状態に設定されたときに非導通と
なる第２のスイッチ素子と、を有し、前記選択状態に設定されたときに、導通した前記第
２のスイッチ素子を介して前記駆動トランジスタがダイオード接続状態にされる画素駆動
回路と、を有する発光パネルと、
　前記各画素の前記発光素子の前記カソードに印加するカソード電圧の電圧値を設定する
電圧制御回路と、
　前記選択状態に設定され、前記駆動トランジスタの前記電流路の他端に前記電源電圧が
印加された前記画素に対して、前記電圧制御回路により前記カソード電圧を第１の設定電
圧に設定した状態で、前記各データ線に第１の検出用電圧を印加し、導通した前記第１の
スイッチ素子を介して前記ダイオード接続状態にされた前記駆動トランジスタの前記電流
路の一端に前記第１の検出用電圧を印加して、前記各データ線を介して前記駆動トランジ
スタの前記電流路に電流を流した後、前記各データ線をハイインピーダンス状態に設定し
て前記電流を停止させた後、前記データ線の電圧値が収束する時間より短い時間に設定さ
れた第１の緩和時間が経過した第１のタイミングで取得される前記各データ線の電圧値と
、前記各画素の前記画素駆動回路の電流増幅率の値と、に基づいて、前記各画素の前記駆
動トランジスタのしきい値電圧に関連する第１の特性パラメータを取得する補正データ取
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得機能回路と、
　を備え、
　前記第１の設定電圧は、前記第１の検出用電圧と同電圧、又は、前記第１の検出用電圧
より低電位で前記第１の検出用電圧との電位差が前記発光素子の発光閾値電圧より小さい
値となる電圧、に設定されて、前記駆動トランジスタの前記電流路の一端に前記第１の検
出用電圧が印加され、前記各データ線の電圧値が取得される際に前記各画素の前記発光素
子に逆バイアス電圧が印加されないように設定されていることを特徴とする発光装置。
【請求項１０】
　前記複数のデータ線の各々の電圧値を取得する複数の電圧取得回路を有し、
　前記各電圧取得回路は、前記電圧制御回路により前記カソード電圧を前記第１の設定電
圧に設定した状態で、前記各データ線に前記第１の検出用電圧を印加した後の前記各デー
タ線の電圧値を、複数の第１の検出電圧として取得し、
　前記補正データ取得機能回路は、前記複数の第１の検出電圧の電圧値に基づいて前記第
１の特性パラメータを取得することを特徴とする請求項９記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記第１の緩和時間は１～５０μsecの時間に設定されていることを特徴とする請求項
９記載の発光装置。
【請求項１２】
　前記各電圧取得回路は、前記選択状態に設定され、前記駆動トランジスタの前記電流路
の他端に前記電源電圧が印加された前記画素に対して、前記電圧制御回路により前記カソ
ード電圧を第２の設定電圧に設定した状態で、前記各データ線に第２の検出用電圧を印加
して、該各データ線を介して前記駆動トランジスタの前記電流路に電流を流した後、前記
各データ線をハイインピーダンス状態に設定して前記電流を停止させ、前記第１の緩和時
間より長く、前記データ線の電圧値が収束する時間に対応する第２の緩和時間が経過した
第２のタイミングで、前記各データ線の電圧値を複数の第２の検出電圧として取得し、
　前記補正データ取得機能回路は、前記複数の第２の検出電圧の電圧値に基づいて、前記
画素駆動回路の前記電流増幅率に関連する第２の特性パラメータを取得し、
　前記各電圧取得回路における前記第２の検出電圧の取得及び前記補正データ取得機能回
路における前記第２の特性パラメータの取得は、前記各電圧取得回路における前記第１の
検出電圧の取得及び前記補正データ取得機能回路における前記第１の特性パラメータの取
得より前に実行され、
　前記第２の設定電圧は、前記選択状態に設定され、前記駆動トランジスタの前記電流路
の他端に前記電源電圧が印加された前記画素に対して、前記カソード電圧を初期電圧に設
定した状態で、前記各データ線に第３の検出用電圧を印加して、該各データ線を介して前
記駆動トランジスタの前記電流路に電流を流した後、前記各データ線をハイインピーダン
ス状態に設定して前記電流を停止させた後、前記第１の緩和時間より長く、前記データ線
の電圧値が収束する時間に対応する第３の緩和時間が経過した第３のタイミングでの前記
各データ線の電圧値に基づく電圧に設定され、
　前記初期電圧は、前記電源電圧と同電圧、又は、前記電源電圧より低電位で前記電源電
圧との電位差が前記発光素子の発光閾値電圧より小さい値となる電圧、に設定されている
ことを特徴とする請求項１０記載の発光装置。
【請求項１３】
　前記第２の設定電圧は、前記第３のタイミングでの前記各データ線の電圧と同じ極性を
有し、絶対値は、前記第３のタイミングで前記複数の電圧取得回路により取得される前記
各データ線の電圧値の絶対値の、平均値、最大値、又は前記平均値と前記最大値の間の値
、の何れかの値に設定されていることを特徴とする請求項１２記載の発光装置。
【請求項１４】
　前記複数のデータ線に対応して設けられ、前記第１、前記第２及び前記第３の検出用電
圧を含む所定の電圧を出力する複数の電圧印加回路を有し、
　前記各電圧印加回路は、前記各データ線に接続されて、該各データ線に前記第１、前記
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第２及び前記第３の検出用電圧を印加し、
　前記各電圧取得回路は、前記データ線と前記電圧印加回路との接続が遮断された後、前
記第１のタイミング及び前記第２のタイミングでの前記各データ線の電圧値を、前記複数
の第１の検出電圧及び前記複数の第２の検出電圧として取得することを特徴とする請求項
１２記載の発光装置。
【請求項１５】
　外部から供給される画像表示用の画像データを前記第１及び第２の特性パラメータに基
づいて補正した補正画像データを生成する画像データ補正回路を有し、
　前記電圧印加回路は、前記複数の画素により前記画像データに応じた画像表示を行う際
に、前記画像データ補正回路により生成された前記補正画像データに応じた階調電圧を、
前記各データ線に印加することを特徴とする請求項１４記載の発光装置。
【請求項１６】
　前記発光パネルは行方向に配設された複数の走査線を有し、前記複数のデータ線は列方
向に配設され、前記複数の画素の各々は、前記複数の走査線と前記複数のデータ線の各交
点近傍に配置されており、
　前記各走査線に選択レベルの選択信号を順次印加して、各行の前記各画素を前記選択状
態に設定する選択ドライバを有し、
　前記各電圧取得回路は、前記選択状態に設定された行の前記各画素の前記駆動トランジ
スタの前記電流路の一端と前記発光素子の前記アノードとの接点の電圧に対応する電圧値
を、前記スイッチ素子と前記各データ線を介して取得することを特徴とする請求項１５記
載の発光装置。
【請求項１７】
　前記各画素の前記画素駆動回路は、少なくとも、第１の電流路と第１の制御端子とを有
し、前記第１の電流路の一端が前記接点に接続され該第１の電流路の他端に前記電源電圧
が印加される第１のトランジスタと、第２の電流路と第２の制御端子とを有し、該第２の
制御端子が前記走査線に接続され、前記第２の電流路の一端が前記第１のトランジスタの
前記第１の制御端子に接続され該第２の電流路の他端が前記第１のトランジスタの前記第
１の電流路の他端に接続される第２のトランジスタと、第３の電流路と第３の制御端子と
を有し、該第３の制御端子が前記走査線に接続され、前記第３の電流路の一端が前記接点
に接続され該第３の電流路の他端が前記各データ線の一端に接続される第３のトランジス
タと、を備え、
　前記駆動トランジスタは前記第１のトランジスタであり、
　前記第１のスイッチ素子は前記第３のトランジスタであり、
　前記第２のスイッチ素子は前記第２のトランジスタであり、
　前記各画素は、前記選択状態において、前記第２のトランジスタの前記第２の電流路と
前記第３のトランジスタの前記第３の電流路とが導通して、前記第１のトランジスタの前
記第１の電流路の他端側と前記制御端子とが前記第２の電流路を介して接続され、前記接
点に、前記各電圧印加回路から印加される前記第１、前記第２及び前記第３の検出用電圧
に基づく前記所定の電圧が前記第３の電流路を介して印加されることを特徴とする請求項
１６記載の発光装置。
【請求項１８】
　前記各データ線と前記電圧印加回路との接続及び遮断を行い、前記データ線の一端と前
記電圧印加回路との接続を遮断して前記データ線をハイインピーダンス状態に設定する接
続切換回路を有し、
　前記各電圧取得回路は、前記接続切換回路が前記データ線をハイインピーダンス状態に
した後、前記第１のタイミング及び前記第２のタイミングに対応する時間が経過した時点
の前記各データ線の電圧を、前記複数の第１の検出電圧及び前記複数の第２の検出電圧と
して取得することを特徴とする請求項１５記載の発光装置。
【請求項１９】
　請求項９乃至１８のいずれかに記載の発光装置が実装されてなることを特徴とする電子
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機器。
【請求項２０】
　発光装置の駆動制御方法であって、
　前記発光装置は、複数の画素と、複数のデータ線とを有し、前記各画素は、カソードと
アノードを有する発光素子と、電流路の一端が前記発光素子の前記アノードに接続され、
該電流路の他端に電源電圧が印加される駆動トランジスタと、前記各データ線の一端と前
記駆動トランジスタの前記電流路の一端との間に設けられ、当該画素が選択状態に設定さ
れたときに導通し、非選択状態に設定されたときに非導通となる第１のスイッチ素子と、
前記駆動トランジスタの前記電流路の他端と前記駆動トランジスタの前記制御端子との間
に設けられ、当該画素が前記選択状態に設定されたときに導通し、非選択状態に設定され
たときに非導通となる第２のスイッチ素子と、を有し、前記選択状態に設定されたときに
、導通した前記第２のスイッチ素子を介して前記駆動トランジスタがダイオード接続状態
にされる画素駆動回路と、を有する発光パネルを備え、
　前記各画素を前記選択状態に設定する選択ステップと、
　前記選択状態に設定した前記各画素の前記発光素子の前記カソードに印加するカソード
電圧を第１の設定電圧に設定する第１電圧設定ステップと、
　前記第１電圧設定ステップにより、前記選択状態に設定した前記各画素の前記発光素子
の他端の電圧を前記第１の設定電圧に設定した状態で、前記各データ線に第１の検出用電
圧を印加し、導通した前記第１のスイッチ素子を介して前記ダイオード接続された前記駆
動トランジスタの電流路の一端に前記第１の検出用電圧を印加して、前記各データ線を介
して前記駆動トランジスタの前記電流路に電流を流した後、前記各データ線をハイインピ
ーダンス状態に設定して前記電流を停止させ、前記データ線の電圧値が収束する時間より
短い時間に設定された第１の緩和時間が経過した第１のタイミングで取得される前記各デ
ータ線の電圧値と、前記各画素の前記画素駆動回路の電流増幅率の値と、に基づいて、前
記各画素の前記駆動トランジスタのしきい値電圧に関連する第１の特性パラメータを取得
する第１の特性パラメータ取得ステップと、
　を含み、
　前記第１の設定電圧は、前記第１の設定電圧と同電圧、又は、前記第１の検出用電圧よ
り低電位で前記第１の検出用電圧との電位差が前記発光素子の発光閾値電圧より小さい値
となる電圧、に設定されて、前記駆動トランジスタの電流路の一端に前記第１の検出用電
圧が印加され、前記各データ線の電圧値が取得される際に前記各画素の前記発光素子に逆
バイアス電圧が印加されないように設定され、
　前記第１の緩和時間は１～５０μｓｅｃの時間に設定されていることを特徴とする発光
装置の駆動制御方法。
【請求項２１】
　前記第１の特性パラメータ取得ステップは、前記カソード電圧を前記第１の設定電圧に
設定した状態で、前記各データ線に前記第１の検出用電圧を印加した後の前記各データ線
の電圧値を、複数の第１の検出電圧として取得する第１の検出電圧取得ステップを含み、
前記複数の第１の検出電圧の電圧値に基づいて前記第１の特性パラメータを取得すること
を特徴とする請求項２０記載の発光装置の駆動制御方法。
【請求項２２】
　前記カソード電圧を第２の設定電圧に設定する第２電圧設定ステップと、
　前記第２電圧設定ステップにより、前記カソード電圧を前記第２の設定電圧に設定した
状態で、前記各データ線に第２の検出用電圧を印加して、該各データ線を介して前記駆動
トランジスタの前記電流路に電流を流した後、前記各データ線をハイインピーダンス状態
に設定して前記電流を停止させ、前記第１の緩和時間より長く、前記データ線の電圧値が
収束する時間に対応する第２の緩和時間が経過した第２のタイミングでの前記各データ線
の電圧値を複数の第２の検出電圧として取得する第２の検出電圧取得ステップと、
　前記第２の検出電圧取得ステップにより検出した前記複数の第２の検出電圧の電圧値に
基づいて、前記画素駆動回路の前記電流増幅率に関連する第２の特性パラメータを取得す
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る第２の特性パラメータ取得ステップと、
　を含み、
　前記第２電圧設定ステップ、前記第２の検出電圧取得ステップ及び前記第２の特性パラ
メータ取得ステップを、前記第１の特性パラメータ取得ステップより前に実行し、
　前記第２電圧設定ステップは、前記選択状態に設定され、前記駆動トランジスタの前記
電流路の他端に前記電源電圧が印加された前記画素に対して、前記カソード電圧を初期電
圧に設定し、前記各データ線に第３の検出用電圧を印加して、該各データ線を介して前記
駆動トランジスタの前記電流路に電流を流した後の、前記第１の緩和時間より長く、前記
データ線の電圧値が収束する時間に対応する第３の緩和時間が経過した第３のタイミング
で前記各電圧取得回路により取得される前記各データ線の電圧値に基づいて、前記第２の
設定電圧の電圧値を取得し、
　前記初期電圧は、前記電源電圧と同電圧、又は、前記電源電圧より低電位で前記電源電
圧との電位差が前記発光素子の発光閾値電圧より小さい値となる電圧、に設定されている
ことを特徴とする請求項２１記載の発光装置の駆動制御方法。
【請求項２３】
　前記第２設定電圧取得ステップは、前記第２の設定電圧を、前記第３のタイミングで取
得される前記各データ線の電圧値と同じ極性を有し、前記第３のタイミングで取得される
前記各データ線の電圧値の絶対値の平均値、最大値、又は前記平均値と前記最大値の間の
値、の何れかの値に設定することを特徴とする請求項２２記載の発光装置の駆動制御方法
。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画素駆動装置、該画素駆動装置を備えた発光装置及びその駆動制御方法、並
びに、該発光装置を備えた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、次世代の表示デバイスとして、電流駆動型の発光素子をマトリクス状に配列した
表示パネル（画素アレイ）を備えた発光素子型の表示装置（発光装置）が注目されている
。ここで、電流駆動型の発光素子としては、例えば有機エレクトロルミネッセンス素子（
有機ＥＬ素子）や無機エレクトロルミネッセンス素子（無機ＥＬ素子）、発光ダイオード
（ＬＥＤ）等が知られている。
【０００３】
　特に、アクティブマトリックス型の駆動方式を適用した発光素子型の表示装置において
は、周知の液晶表示装置に比較して、表示応答速度が速く、また、視野角依存性もほとん
どなく、高輝度・高コントラスト化、表示画質の高精細化等が可能であるという優れた表
示特性を有している。また、発光素子型の表示装置は、液晶表示装置のようにバックライ
トや導光板を必要としないので、一層の薄型軽量化が可能であるという極めて優位な特徴
を有している。そのため、今後様々な電子機器への適用が期待されている。
【０００４】
　例えば特許文献１には、電圧信号によって電流制御されるアクティブマトリクス駆動表
示装置としての有機ＥＬディスプレイ装置が記載されている。この有機ＥＬディスプレイ
装置においては、電流制御用薄膜トランジスタとスイッチ用薄膜トランジスタとを有する
回路（便宜的に、「画素回路」と記す）が、画素ごとに設けられている。ここで、電流制
御用薄膜トランジスタは、画像データに応じた電圧信号がゲートに印加されることにより
、発光素子としての有機ＥＬ素子に所定の電流を流す。また、スイッチ用薄膜トランジス
タは、電流制御用薄膜トランジスタのゲートに画像データに応じた電圧信号を供給するた
めのスイッチング動作を行う。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－３３０６００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、このような電圧信号によって発光素子の輝度階調を制御する有機ＥＬデ
ィスプレイ装置においては、電流制御用薄膜トランジスタ等の経時的なしきい値電圧の変
化によって、有機ＥＬ素子に流れる電流の電流値が変動してしまうという問題を有してい
る。
【０００７】
　また、マトリックス状に配置された複数の画素の画素回路において、仮に電流制御用薄
膜トランジスタのしきい値電圧が同じであっても、薄膜トランジスタのゲート絶縁膜やチ
ャネル長、さらには移動度のばらつきの影響を受けるため、駆動特性にばらつきが生じる
という問題がある。
【０００８】
　ここで、移動度のばらつきは、特に低温ポリシリコン薄膜トランジスタにおいて顕著に
生じることが知られている。これに対して、アモルファスシリコン薄膜トランジスタを用
いることにより、移動度を均一化することができるが、このような場合であっても、製造
プロセスに起因するばらつきの影響は避けられない。
【０００９】
　そこで、本発明は、上述した問題点に鑑み、所望の輝度階調で発光素子を発光動作させ
ることができる画素駆動装置を提供し、以て、発光特性が良好かつ均一な発光装置及びそ
の駆動制御方法、並びに、該発光装置を備えた電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１記載の発明は、複数のデータ線を介して複数の画素を駆動する画素駆動装置で
あって、前記複数の画素の各々は、カソードとアノードを有する発光素子と、電流路と制
御端子を有し、前記電流路の一端が前記発光素子の前記アノードに接続され、該電流路の
他端に電源電圧が印加される駆動トランジスタと、前記各データ線の一端と前記駆動トラ
ンジスタの前記電流路の一端との間に設けられ、当該画素が選択状態に設定されたときに
導通し、非選択状態に設定されたときに非導通となる第１のスイッチ素子と、前記駆動ト
ランジスタの前記電流路の他端と前記駆動トランジスタの前記制御端子との間に設けられ
、当該画素が前記選択状態に設定されたときに導通し、前記非選択状態に設定されたとき
に非導通となる第２のスイッチ素子と、を有し、前記選択状態に設定されたときに、導通
した前記第２のスイッチ素子を介して前記駆動トランジスタがダイオード接続状態にされ
る画素駆動回路と、を有し、前記各画素の前記発光素子の前記カソードに印加するカソー
ド電圧の電圧値を設定する電圧制御回路と、前記選択状態に設定され、前記駆動トランジ
スタの前記電流路の他端に一定電圧の前記電源電圧が印加された前記画素に対して、前記
電圧制御回路により前記カソード電圧を第１の設定電圧に設定した状態で、前記複数のデ
ータ線の各々に第１の検出用電圧を印加し、導通した前記第１のスイッチ素子を介して前
記ダイオード接続状態にされた前記駆動トランジスタの前記電流路の一端に前記第１の検
出用電圧を印加して、前記各データ線を介して前記駆動トランジスタの前記電流路に電流
を流し、前記各データ線をハイインピーダンス状態に設定して前記電流を停止させた後、
前記データ線の電圧値が収束する時間より短い時間に設定された第１の緩和時間が経過し
た第１のタイミングで取得される前記各データ線の電圧値と、前記各画素の前記画素駆動
回路の電流増幅率の値と、に基づいて、前記各画素の前記駆動制トランジスタのしきい値
電圧に関連する第１の特性パラメータを取得する補正データ取得機能回路と、を備え、前
記第１の設定電圧は、前記第１の検出用電圧と同電圧、又は、前記第１の検出用電圧より
低電位で前記第１の検出用電圧との電位差が前記発光素子の発光閾値電圧より小さい値と
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なる電圧、に設定されて、前記駆動トランジスタの前記電流路の一端に前記第１の検出用
電圧が印加され、前記各データ線の電圧値が取得される際に前記各画素の前記発光素子に
逆バイアス電圧が印加されないように設定されていることを特徴とする。
 
【００１１】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の画素駆動装置において、前記複数のデータ線の
各々の電圧値を取得する複数の電圧取得回路を有し、前記各電圧取得回路は、前記電圧制
御回路により前記カソード電圧を前記第１の設定電圧に設定した状態で、前記各データ線
に前記第１の検出用電圧を印加した後の前記各データ線の電圧値を、複数の第１の検出電
圧として取得し、前記補正データ取得機能回路は、前記複数の第１の検出電圧の電圧値に
基づいて前記第１の特性パラメータを取得することを特徴とする。
　請求項３記載の発明は、請求項１記載の画素駆動装置において、前記第１の緩和時間は
１～５０μsecの時間に設定されていることを特徴とする。
　請求項４記載の発明は、請求項２に記載の画素駆動装置において、前記各電圧取得回路
は、前記選択状態に設定され、前記駆動トランジスタの前記電流路の他端に前記電源電圧
が印加された前記画素に対して、前記電圧制御回路により前記カソード電圧を第２の設定
電圧に設定した状態で、前記各データ線に第２の検出用電圧を印加して、該各データ線を
介して前記駆動トランジスタの前記電流路に電流を流した後、前記各データ線をハイイン
ピーダンス状態に設定して前記電流を停止させた後、前記第１の緩和時間より長く、前記
データ線の電圧値が収束する時間に対応する第２の緩和時間が経過した第２のタイミング
で、前記各データ線の電圧値を複数の第２の検出電圧として取得し、前記補正データ取得
機能回路は、前記複数の第２の検出電圧の電圧値に基づいて、前記画素駆動回路の前記電
流増幅率に関連する第２の特性パラメータを取得し、前記各電圧取得回路における前記第
２の検出電圧の取得及び前記補正データ取得機能回路における前記第２の特性パラメータ
の取得は、前記各電圧取得回路における前記第１の検出電圧の取得及び前記補正データ取
得機能回路における前記第１の特性パラメータの取得より前に実行され、前記第２の設定
電圧は、前記選択状態に設定され、前記駆動トランジスタの前記電流路の他端に前記電源
電圧が印加された前記画素に対して、前記カソード電圧を初期電圧に設定した状態で、前
記各データ線に第３の検出用電圧を印加して、該各データ線を介して前記駆動トランジス
タの前記電流路に電流を流した後、前記各データ線をハイインピーダンス状態に設定して
前記電流を停止させた後、前記第１の緩和時間より長く、前記データ線の電圧値が収束す
る時間に対応する第３の緩和時間が経過した第３のタイミングでの前記各データ線の電圧
値に基づく電圧に設定され、前記初期電圧は、前記電源電圧と同電圧、又は、前記電源電
圧より低電位で前記電源電圧との電位差が前記発光素子の発光閾値電圧より小さい値とな
る電圧、に設定されていることを特徴とする。
　請求項５記載の発明は、請求項４に記載の画素駆動装置において、前記第２の設定電圧
は、前記第３のタイミングでの前記各データ線の電圧と同じ極性を有し、絶対値は、前記
第３のタイミングで前記複数の電圧取得回路により取得される前記各データ線の電圧値の
絶対値の、平均値、最大値、又は前記平均値と前記最大値の間の値、の何れかの値に設定
されていることを特徴とする。
　請求項６記載の発明は、請求項４に記載の画素駆動装置において、前記複数のデータ線
に対応して設けられ、前記第１の検出用電圧、前記第２の検出用電圧及び前記第３の検出
用電圧を含む所定の電圧を出力する複数の電圧印加回路を有し、前記各電圧印加回路は、
前記各データ線に接続されて、該各データ線に前記第１の検出用電圧、前記第２の検出用
電圧及び前記第３の検出用電圧を印加し、前記各電圧取得回路は、前記データ線と前記電
圧印加回路との接続が遮断された後、前記第１のタイミング及び前記第２のタイミングで
の前記各データ線の電圧値を、前記複数の第１の検出電圧及び前記複数の第２の検出電圧
として取得することを特徴とする。
　請求項７記載の発明は、請求項６に記載の画素駆動装置において、外部から供給される
画像表示用の画像データを前記第１及び第２の特性パラメータに基づいて補正した補正画
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像データを生成する画像データ補正回路を有し、前記電圧印加回路は、前記複数の画素に
より前記画像データに応じた画像表示を行う際に、前記画像データ補正回路により生成さ
れた前記補正画像データに応じた階調電圧を、前記各データ線に印加することを特徴とす
る。
　請求項８記載の発明は、請求項７に記載の画素駆動装置において、前記各データ線と前
記電圧印加回路との接続及び遮断を行い、前記データ線の一端と前記電圧印加回路との接
続を遮断して前記データ線をハイインピーダンス状態に設定する接続切換回路を有し、前
記各電圧取得回路は、前記接続切換回路が前記データ線をハイインピーダンス状態にした
後、前記第１のタイミング及び前記第２のタイミングに対応する時間が経過した時点の前
記データ線の電圧を、前記複数の第１の検出電圧及び前記複数の第２の検出電圧として取
得することを特徴とする。
 
【００１２】
　請求項９記載の発明は、発光装置であって、複数の画素と、複数のデータ線とを有し、
前記各画素は、カソードとアノードを有する発光素子と、電流路の一端が前記発光素子の
前記アノードに接続され、該電流路の他端に電源電圧が印加される駆動トランジスタと、
前記各データ線の一端と前記駆動トランジスタの前記電流路の一端との間に設けられ、当
該画素が選択状態に設定されたときに導通し、非選択状態に設定されたときに非導通とな
る第１のスイッチ素子と、前記駆動トランジスタの前記電流路の他端と前記駆動トランジ
スタの前記制御端子との間に設けられ、当該画素が前記選択状態に設定されたときに導通
し、非選択状態に設定されたときに非導通となる第２のスイッチ素子と、を有し、前記選
択状態に設定されたときに、導通した前記第２のスイッチ素子を介して前記駆動トランジ
スタがダイオード接続状態にされる画素駆動回路と、を有する発光パネルと、前記各画素
の前記発光素子の前記カソードに印加するカソード電圧の電圧値を設定する電圧制御回路
と、前記選択状態に設定され、前記駆動トランジスタの前記電流路の他端に前記電源電圧
が印加された前記画素に対して、前記電圧制御回路により前記カソード電圧を第１の設定
電圧に設定した状態で、前記各データ線に第１の検出用電圧を印加し、導通した前記第１
のスイッチ素子を介して前記ダイオード接続状態にされた前記駆動トランジスタの前記電
流路の一端に前記第１の検出用電圧を印加して、前記各データ線を介して前記駆動トラン
ジスタの前記電流路に電流を流した後、前記各データ線をハイインピーダンス状態に設定
して前記電流を停止させた後、前記データ線の電圧値が収束する時間より短い時間に設定
された第１の緩和時間が経過した第１のタイミングで取得される前記各データ線の電圧値
と、前記各画素の前記画素駆動回路の電流増幅率の値と、に基づいて、前記各画素の前記
駆動トランジスタのしきい値電圧に関連する第１の特性パラメータを取得する補正データ
取得機能回路と、を備え、前記第１の設定電圧は、前記第１の検出用電圧と同電圧、又は
、前記第１の検出用電圧より低電位で前記第１の検出用電圧との電位差が前記発光素子の
発光閾値電圧より小さい値となる電圧、に設定されて、前記駆動トランジスタの前記電流
路の一端に前記第１の検出用電圧が印加され、前記各データ線の電圧値が取得される際に
前記各画素の前記発光素子に逆バイアス電圧が印加されないように設定されていることを
特徴とする。
 
【００１３】
　請求項１０記載の発明は、請求項９記載の発光装置において、前記複数のデータ線の各
々の電圧値を取得する複数の電圧取得回路を有し、前記各電圧取得回路は、前記電圧制御
回路により前記カソード電圧を前記第１の設定電圧に設定した状態で、前記各データ線に
前記第１の検出用電圧を印加した後の前記各データ線の電圧値を、複数の第１の検出電圧
として取得し、前記補正データ取得機能回路は、前記複数の第１の検出電圧の電圧値に基
づいて前記第１の特性パラメータを取得することを特徴とする。
　請求項１１記載の発明は、請求項９記載の発光装置において、前記第１の緩和時間は１
～５０μsecの時間に設定されていることを特徴とする。
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　請求項１２記載の発明は、請求項１０記載の発光装置において、前記各電圧取得回路は
、前記選択状態に設定され、前記駆動トランジスタの前記電流路の他端に前記電源電圧が
印加された前記画素に対して、前記電圧制御回路により前記カソード電圧を第２の設定電
圧に設定した状態で、前記各データ線に第２の検出用電圧を印加して、該各データ線を介
して前記駆動トランジスタの前記電流路に電流を流した後、前記各データ線をハイインピ
ーダンス状態に設定して前記電流を停止させ、前記第１の緩和時間より長く、前記データ
線の電圧値が収束する時間に対応する第２の緩和時間が経過した第２のタイミングで、前
記各データ線の電圧値を複数の第２の検出電圧として取得し、前記補正データ取得機能回
路は、前記複数の第２の検出電圧の電圧値に基づいて、前記画素駆動回路の前記電流増幅
率に関連する第２の特性パラメータを取得し、前記各電圧取得回路における前記第２の検
出電圧の取得及び前記補正データ取得機能回路における前記第２の特性パラメータの取得
は、前記各電圧取得回路における前記第１の検出電圧の取得及び前記補正データ取得機能
回路における前記第１の特性パラメータの取得より前に実行され、前記第２の設定電圧は
、前記選択状態に設定され、前記駆動トランジスタの前記電流路の他端に前記電源電圧が
印加された前記画素に対して、前記カソード電圧を初期電圧に設定した状態で、前記各デ
ータ線に第３の検出用電圧を印加して、該各データ線を介して前記駆動トランジスタの前
記電流路に電流を流した後、前記各データ線をハイインピーダンス状態に設定して前記電
流を停止させた後、前記第１の緩和時間より長く、前記データ線の電圧値が収束する時間
に対応する第３の緩和時間が経過した第３のタイミングでの前記各データ線の電圧値に基
づく電圧に設定され、前記初期電圧は、前記電源電圧と同電圧、又は、前記電源電圧より
低電位で前記電源電圧との電位差が前記発光素子の発光閾値電圧より小さい値となる電圧
、に設定されていることを特徴とする。
　請求項１３記載の発明は、請求項１２記載の発光装置において、前記第２の設定電圧は
、前記第３のタイミングでの前記各データ線の電圧と同じ極性を有し、絶対値は、前記第
３のタイミングで前記複数の電圧取得回路により取得される前記各データ線の電圧値の絶
対値の、平均値、最大値、又は前記平均値と前記最大値の間の値、の何れかの値に設定さ
れていることを特徴とする。
　請求項１４記載の発明は、請求項１２記載の発光装置において、前記複数のデータ線に
対応して設けられ、前記第１、前記第２及び前記第３の検出用電圧を含む所定の電圧を出
力する複数の電圧印加回路を有し、前記各電圧印加回路は、前記各データ線に接続されて
、該各データ線に前記第１、前記第２及び前記第３の検出用電圧を印加し、前記各電圧取
得回路は、前記データ線と前記電圧印加回路との接続が遮断された後、前記第１のタイミ
ング及び前記第２のタイミングでの前記各データ線の電圧値を、前記複数の第１の検出電
圧及び前記複数の第２の検出電圧として取得することを特徴とする。
　請求項１５記載の発明は、請求項１４記載の発光装置において、外部から供給される画
像表示用の画像データを前記第１及び第２の特性パラメータに基づいて補正した補正画像
データを生成する画像データ補正回路を有し、前記電圧印加回路は、前記複数の画素によ
り前記画像データに応じた画像表示を行う際に、前記画像データ補正回路により生成され
た前記補正画像データに応じた階調電圧を、前記各データ線に印加することを特徴とする
。
　請求項１６記載の発明は、請求項１５記載の発光装置において、前記発光パネルは行方
向に配設された複数の走査線を有し、前記複数のデータ線は列方向に配設され、前記複数
の画素の各々は、前記複数の走査線と前記複数のデータ線の各交点近傍に配置されており
、
　前記各走査線に選択レベルの選択信号を順次印加して、各行の前記各画素を前記選択状
態に設定する選択ドライバを有し、
　前記各電圧取得回路は、前記選択状態に設定された行の前記各画素の前記駆動トランジ
スタの前記電流路の一端と前記発光素子の前記アノードとの接点の電圧に対応する電圧値
を、前記スイッチ素子と前記各データ線を介して取得する。
　請求項１７記載の発明は、請求項１６記載の発光装置において、前記各画素の前記画素
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駆動回路は、少なくとも、第１の電流路と第１の制御端子とを有し、前記第１の電流路の
一端が前記接点に接続され該第１の電流路の他端に前記電源電圧が印加される第１のトラ
ンジスタと、第２の電流路と第２の制御端子とを有し、該第２の制御端子が前記走査線に
接続され、前記第２の電流路の一端が前記第１のトランジスタの前記第１の制御端子に接
続され該第２の電流路の他端が前記第１のトランジスタの前記第１の電流路の他端に接続
される第２のトランジスタと、第３の電流路と第３の制御端子とを有し、該第３の制御端
子が前記走査線に接続され、前記第３の電流路の一端が前記接点に接続され該第３の電流
路の他端が前記各データ線の一端に接続される第３のトランジスタと、を備え、前記駆動
トランジスタは前記第１のトランジスタであり、前記第１のスイッチ素子は前記第３のト
ランジスタであり、前記第２のスイッチ素子は前記第２のトランジスタであり、前記各画
素は、前記選択状態において、前記第２のトランジスタの前記第２の電流路と前記第３の
トランジスタの前記第３の電流路とが導通して、前記第１のトランジスタの前記第１の電
流路の他端側と前記制御端子とが前記第２の電流路を介して接続され、前記接点に、前記
各電圧印加回路から印加される前記第１、前記第２及び前記第３の検出用電圧に基づく前
記所定の電圧が前記第３の電流路を介して印加されることを特徴とする。
　請求項１８記載の発明は、請求項１５記載の発光装置において、前記各データ線と前記
電圧印加回路との接続及び遮断を行い、前記データ線の一端と前記電圧印加回路との接続
を遮断して前記データ線をハイインピーダンス状態に設定する接続切換回路を有し、前記
各電圧取得回路は、前記接続切換回路が前記データ線をハイインピーダンス状態にした後
、前記第１のタイミング及び前記第２のタイミングに対応する時間が経過した時点の前記
各データ線の電圧を、前記複数の第１の検出電圧及び前記複数の第２の検出電圧として取
得することを特徴とする。
　請求項１９記載の発明に係る電子機器は、請求項９乃至１８のいずれかに記載の発光装
置が実装されてなることを特徴とする。
 
【００１４】
　請求項２０記載の発明は、発光装置の駆動制御方法であって、前記発光装置は、複数の
画素と、複数のデータ線とを有し、前記各画素は、カソードとアノードを有する発光素子
と、電流路の一端が前記発光素子の前記アノードに接続され、該電流路の他端に電源電圧
が印加される駆動トランジスタと、前記各データ線の一端と前記駆動トランジスタの前記
電流路の一端との間に設けられ、当該画素が選択状態に設定されたときに導通し、非選択
状態に設定されたときに非導通となる第１のスイッチ素子と、前記駆動トランジスタの前
記電流路の他端と前記駆動トランジスタの前記制御端子との間に設けられ、当該画素が前
記選択状態に設定されたときに導通し、非選択状態に設定されたときに非導通となる第２
のスイッチ素子と、を有し、前記選択状態に設定されたときに、導通した前記第２のスイ
ッチ素子を介して前記駆動トランジスタがダイオード接続状態にされる画素駆動回路と、
を有する発光パネルを備え、前記各画素を前記選択状態に設定する選択ステップと、前記
選択状態に設定した前記各画素の前記発光素子の前記カソードに印加するカソード電圧を
第１の設定電圧に設定する第１電圧設定ステップと、前記第１電圧設定ステップにより、
前記選択状態に設定した前記各画素の前記発光素子の他端の電圧を前記第１の設定電圧に
設定した状態で、前記各データ線に第１の検出用電圧を印加し、導通した前記第１のスイ
ッチ素子を介して前記ダイオード接続された前記駆動トランジスタの電流路の一端に前記
第１の検出用電圧を印加して、前記各データ線を介して前記駆動トランジスタの前記電流
路に電流を流した後、前記各データ線をハイインピーダンス状態に設定して前記電流を停
止させ、前記データ線の電圧値が収束する時間より短い時間に設定された第１の緩和時間
が経過した第１のタイミングで取得される前記各データ線の電圧値と、前記各画素の前記
画素駆動回路の電流増幅率の値と、に基づいて、前記各画素の前記駆動トランジスタのし
きい値電圧に関連する第１の特性パラメータを取得する第１の特性パラメータ取得ステッ
プと、を含み、前記第１の設定電圧は、前記第１の設定電圧と同電圧、又は、前記第１の
検出用電圧より低電位で前記第１の検出用電圧との電位差が前記発光素子の発光閾値電圧
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より小さい値となる電圧、に設定されて、前記駆動トランジスタの電流路の一端に前記第
１の検出用電圧が印加され、前記各データ線の電圧値が取得される際に前記各画素の前記
発光素子に逆バイアス電圧が印加されないように設定され、前記第１の緩和時間は１～５
０μｓｅｃの時間に設定されていることを特徴とする。
 
【００１５】
　請求項２１記載の発明は、請求項２０記載の発光装置の駆動制御方法において、前記第
１の特性パラメータ取得ステップは、前記カソード電圧を前記第１の設定電圧に設定した
状態で、前記各データ線に前記第１の検出用電圧を印加した後の前記各データ線の電圧値
を、複数の第１の検出電圧として取得する第１の検出電圧取得ステップを含み、前記複数
の第１の検出電圧の電圧値に基づいて前記第１の特性パラメータを取得することを特徴と
する。
　請求項２２記載の発明は、請求項２１記載の発光装置の駆動制御方法において、前記カ
ソード電圧を第２の設定電圧に設定する第２電圧設定ステップと、前記第２電圧設定ステ
ップにより、前記カソード電圧を前記第２の設定電圧に設定した状態で、前記各データ線
に第２の検出用電圧を印加して、該各データ線を介して前記駆動トランジスタの前記電流
路に電流を流した後、前記各データ線をハイインピーダンス状態に設定して前記電流を停
止させ、前記第１の緩和時間より長く、前記データ線の電圧値が収束する時間に対応する
第２の緩和時間が経過した第２のタイミングでの前記各データ線の電圧値を複数の第２の
検出電圧として取得する第２の検出電圧取得ステップと、前記第２の検出電圧取得ステッ
プにより検出した前記複数の第２の検出電圧の電圧値に基づいて、前記画素駆動回路の前
記電流増幅率に関連する第２の特性パラメータを取得する第２の特性パラメータ取得ステ
ップと、を含み、前記第２電圧設定ステップ、前記第２の検出電圧取得ステップ及び前記
第２の特性パラメータ取得ステップを、前記第１の特性パラメータ取得ステップより前に
実行し、前記第２電圧設定ステップは、前記選択状態に設定され、前記駆動トランジスタ
の前記電流路の他端に前記電源電圧が印加された前記画素に対して、前記カソード電圧を
初期電圧に設定し、前記各データ線に第３の検出用電圧を印加して、該各データ線を介し
て前記駆動トランジスタの前記電流路に電流を流した後の、前記第１の緩和時間より長く
、前記データ線の電圧値が収束する時間に対応する第３の緩和時間が経過した第３のタイ
ミングで前記各電圧取得回路により取得される前記各データ線の電圧値に基づいて、前記
第２の設定電圧の電圧値を取得し、前記初期電圧は、前記電源電圧と同電圧、又は、前記
電源電圧より低電位で前記電源電圧との電位差が前記発光素子の発光閾値電圧より小さい
値となる電圧、に設定されていることを特徴とする。
　請求項２３記載の発明は、請求項２２記載の発光装置の駆動制御方法において、前記第
２設定電圧取得ステップは、前記第２の設定電圧を、前記第３のタイミングで取得される
前記各データ線の電圧値と同じ極性を有し、前記第３のタイミングで取得される前記各デ
ータ線の電圧値の絶対値の平均値、最大値、又は前記平均値と前記最大値の間の値、の何
れかの値に設定することを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る画素駆動装置、発光装置及びその駆動制御方法、並びに、電子機器によれ
ば、所望の輝度階調で発光素子を発光動作することができ、良好かつ均一な発光状態を実
現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る発光装置を適用した表示装置の一例を示す概略構成図である。
【図２】第１の実施形態に係る表示装置に適用されるデータドライバの一例を示す概略ブ
ロック図である。
【図３】第１の実施形態に係る表示装置に適用されるデータドライバの要部構成例を示す
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概略回路構成図である。
【図４】第１の実施形態に係るデータドライバに適用されるデジタル－アナログ変換回路
及びアナログ－デジタル変換回路の入出力特性を示す図である。
【図５】第１の実施形態に係る表示装置に適用されるコントローラの機能を示す機能ブロ
ック図である。
【図６】第１の実施形態に係る表示パネルに適用される画素（画素駆動回路及び発光素子
）、及び、カソード電圧制御回路の一実施形態を示す回路構成図である。
【図７】第１の実施形態に係る画素駆動回路を適用した画素における画像データの書込時
の動作状態図である。
【図８】第１の実施形態に係る画素駆動回路を適用した画素における書込動作時の電圧－
電流特性を示す図である。
【図９】第１の実施形態に係る特性パラメータ取得動作に適用される手法（オートゼロ法
）におけるデータライン電圧の変化を示す図である。
【図１０】第１の実施形態に係わる特性パラメータ取得動作（オートゼロ法）における有
機ＥＬ素子のカソードからのリーク現象を説明するための図である。
【図１１】第１の実施形態に係る特性パラメータ取得動作（補正データΔβの取得動作）
に適用される第１の手法における処理動作を説明するためのフローチャートである。
【図１２】第１の手法における処理動作を説明するための、データライン電圧の変化（過
渡曲線）の一例を示す図である。
【図１３】第１の実施形態に係る特性パラメータ取得動作（補正データΔβの取得動作）
に適用される第１の手法における処理動作の概略を示すフローチャートである。
【図１４】第１の手法における処理動作でのデータライン電圧の変化（過渡曲線）の一例
を示す図である。
【図１５】第１の実施形態に係る特性パラメータ取得動作（補正データｎthの取得動作）
に適用される第２の手法を説明するための、カソード電圧を変えたときのデータライン電
圧の変化の一例を示す図である。
【図１６】第１の実施形態に係る表示装置における特性パラメータ取得動作を示すタイミ
ングチャートである。
【図１７】第１の実施形態に係る表示装置における検出用電圧印加動作を示す動作概念図
である。
【図１８】第１の実施形態に係る表示装置における自然緩和動作を示す動作概念図である
。
【図１９】第１の実施形態に係る表示装置における電圧検出動作を示す動作概念図である
。
【図２０】第１の実施形態に係る表示装置における検出データ送出動作を示す動作概念図
である。
【図２１】第１の実施形態に係る表示装置における補正データ算出動作を示す機能ブロッ
ク図である。
【図２２】第１の実施形態に係る表示装置における発光動作を示すタイミングチャートで
ある。
【図２３】第１の実施形態に係る表示装置における画像データの補正動作を示す機能ブロ
ック図である。
【図２４】第１の実施形態に係る表示装置における補正後の画像データの書込動作を示す
動作概念図である。
【図２５】第１の実施形態に係る表示装置における発光動作を示す動作概念図である。
【図２６】第２の実施形態に係るデジタルカメラの構成例を示す斜視図である。
【図２７】第２の実施形態に係るモバイル型のパーソナルコンピュータの構成例を示す斜
視図である。
【図２８】第２の実施形態に係る携帯電話の構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１８】
　以下、本発明に係る画素駆動装置、発光装置及びその駆動制御方法、並びに、電子機器
について、実施形態を示して詳しく説明する。
　＜第１の実施形態＞
　まず、本発明に係る画素駆動装置を備えた発光装置の概略構成について、図面を参照し
て説明する。ここでは、本発明に係る発光装置を表示装置として適用した場合について説
明する。
【００１９】
　（表示装置）
　図１は、本発明に係る発光装置を適用した表示装置の一例を示す概略構成図である。
　図１に示すように、本実施形態に係る表示装置（発光装置）１００は、概略、表示パネ
ル（発光パネル）１１０と、選択ドライバ１２０と、電源ドライバ１３０と、データドラ
イバ１４０と、カソード電圧制御回路（電圧制御回路）１５０と、コントローラ１６０と
、を備えている。ここで、選択ドライバ１２０と電源ドライバ１３０とデータドライバ１
４０とカソード電圧制御回路１５０とコントローラ１６０は、本発明における画素駆動装
置又は駆動回路に対応する。
【００２０】
　表示パネル１１０は、図１に示すように、行方向（図面左右方向）及び列方向（図面上
下方向）に２次元配列（例えばｐ行×ｑ列；ｐ、ｑは正の整数）された複数の画素ＰＩＸ
と、各々行方向に配列された画素ＰＩＸに接続するように配設された複数の選択ライン（
走査線）Ｌｓ及び複数の電源ラインＬａと、全画素ＰＩＸに共通に設けられた共通電極Ｅ
ｃと、列方向に配列された画素ＰＩＸに接続するように配設された複数のデータライン（
データ線）Ｌｄと、を有している。ここで、各画素ＰＩＸは、後述するように、画素駆動
回路と発光素子とを有している。
【００２１】
　選択ドライバ１２０は、上記の表示パネル１１０に配設された各選択ラインＬｓに接続
されている。選択ドライバ１２０は、後述するコントローラ１６０から供給される選択制
御信号（例えば走査クロック信号及び走査スタート信号）に基づいて、各行の選択ライン
Ｌｓに所定のタイミングで所定の電圧レベル（選択レベル；Ｖgh又は非選択レベル；Ｖgl
）の選択信号Ｓselを順次印加する。
【００２２】
　なお、選択ドライバ１２０についての詳細な構成の図示は省略するが、例えば、コント
ローラ１６０から供給される選択制御信号に基づいて、各行の選択ラインＬｓに対応する
シフト信号を順次出力するシフトレジスタと、該シフト信号を所定の信号レベル（選択レ
ベル；例えばハイレベル）に変換して、各行の選択ラインＬｓに選択信号Ｓselとして順
次出力する出力バッファと、を備えたものを適用することができる。
【００２３】
　電源ドライバ１３０は、表示パネル１１０に配設された各電源ラインＬａに接続されて
いる。電源ドライバ１３０は、後述するコントローラ１６０から供給される電源制御信号
（例えば出力制御信号）に基づいて、各行の電源ラインＬａに所定のタイミングで所定の
電圧レベル（発光レベル；ＥＬＶＤＤ又は非発光レベル；ＤＶＳＳ）の電源電圧Ｖsaを印
加する。
【００２４】
　カソード電圧制御回路１５０は、表示パネル１１０に２次元配列された各画素ＰＩＸに
共通に接続された共通電極Ｅｃに接続されている。カソード電圧制御回路１５０は、後述
するコントローラ１６０から供給されるカソード電圧制御信号（電圧制御信号）に基づい
て、各画素ＰＩＸに設けられた有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬのカソードに接続された
共通電極Ｅｃに、所定のタイミングで所定の電圧レベル（例えば接地電位ＧＮＤ、又は、
負極性の電圧レベルを有し、絶対値が後述する検出データｎmeas(tc)の平均値又は最大値
に基づく値を有する電圧値、又は、後述する検出用電圧Ｖdacに相当する電圧値のいずれ
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か）のカソード電圧（電極電圧）ＥＬＶＳＳを印加する。
【００２５】
　データドライバ１４０は、表示パネル１１０の各データラインＬｄに接続され、後述す
るコントローラ１６０から供給されるデータ制御信号に基づいて、表示動作（書込動作）
時に、画像データに応じた階調信号（階調電圧Ｖdata）を生成して、各データラインＬｄ
を介して画素ＰＩＸへ供給する。また、データドライバ１４０は、後述する特性パラメー
タ取得動作時には、特定の電圧値の検出用電圧Ｖdacを、各データラインＬｄを介して特
性パラメータ取得動作の対象になっている画素ＰＩＸに印加する。そして、データドライ
バ１４０は、上記特定の検出用電圧Ｖdacを印加した後の、所定の緩和時間ｔの経過後の
データラインＬｄの電圧Ｖｄ（以下、データライン電圧Ｖｄとする）を、検出電圧Ｖmeas
(t)として取り込んで検出データｎmeas(t)に変換して出力する。
【００２６】
　ここで、データドライバ１４０は、データドライバ機能と電圧検出機能の両方を備え、
後述するコントローラ１６０から供給されるデータ制御信号に基づいて、これらの機能を
切り換えるように構成されている。データドライバ機能は、コントローラ１６０を介して
供給されるデジタルデータからなる画像データをアナログ信号電圧に変換して、データラ
インＬｄに階調信号（階調電圧Ｖdata）として出力する動作を実行する。また、電圧検出
機能は、データライン電圧Ｖｄを検出電圧Ｖmeas(t)として取り込みデジタルデータに変
換して、検出データｎmeas(t)としてコントローラ１６０に出力する動作を実行する。
【００２７】
　図２は、本実施形態に係る表示装置に適用されるデータドライバの一例を示す概略ブロ
ック図である。また、図３は、図２に示すデータドライバの要部構成例を示す概略回路構
成図である。ここでは、表示パネル１１０に配列された画素ＰＩＸの列数（ｑ）のうち、
一部のみを示して図示を簡略化する。以下の説明では、ｊ列目（ｊは１≦ｊ≦ｑとなる正
の整数）のデータラインＬｄに設けられるデータドライバ１４０内部の構成について詳し
く説明する。また、図３においては、図２に示すシフトレジスタ回路とデータレジスタ回
路を簡略化して図示する。
【００２８】
　データドライバ１４０は、例えば図２に示すように、大別して、シフトレジスタ回路１
４１と、データレジスタ回路１４２と、データラッチ回路１４３と、ＤＡＣ／ＡＤＣ回路
１４４と、出力回路１４５と、を備えている。ここで、シフトレジスタ回路１４１とデー
タレジスタ回路１４２とデータラッチ回路１４３を含む内部回路１４０Ａは、ロジック電
源１４６から供給される電源電圧ＬＶＳＳ及びＬＶＤＤに基づいて、後述する画像データ
の取込動作及び検出データの送出動作を実行する。また、ＤＡＣ／ＡＤＣ回路１４４と出
力回路１４５を含む内部回路１４０Ｂは、アナログ電源１４７から供給される電源電圧Ｄ
ＶＳＳ及びＶＥＥに基づいて、後述する階調信号の生成出力動作及びデータライン電圧の
検出動作を実行する。
【００２９】
　シフトレジスタ回路１４１は、コントローラ１６０から供給されるデータ制御信号（ス
タートパルス信号ＳＰ）に基づいて、シフト信号を生成し、データレジスタ回路１４２に
順次出力する。データレジスタ回路１４２は、上述した表示パネル１１０に配列された画
素ＰＩＸの列数（ｑ）分のレジスタ（図示を省略）を備え、シフトレジスタ回路１４１か
ら供給されるシフト信号の入力タイミングに基づいて、１行分の画像データＤin(1)～Ｄi
n(q)を順次取り込む。ここで、画像データＤin(1)～Ｄin(q)はデジタル信号からなるシリ
アルデータである。
【００３０】
　データラッチ回路１４３は、表示動作時（画像データの取込動作、及び、階調信号の生
成出力動作）においては、データ制御信号（データラッチパルス信号ＬＰ）に基づいて、
データレジスタ回路１４２に取り込まれた１行分の画像データＤin(1)～Ｄin(q)を、各列
に対応して保持する。その後、データラッチ回路１４３は、所定のタイミングで当該画像
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データＤin(1)～Ｄin(q)を後述するＤＡＣ／ＡＤＣ回路１４４に送出する。また、データ
ラッチ回路１４３は、特性パラメータ取得動作時（検出データの送出動作、及び、データ
ライン電圧の検出動作）においては、後述するＤＡＣ／ＡＤＣ回路１４４を介して取り込
まれる各検出電圧Ｖmeas(t)に応じた検出データｎmeas(t)を保持する。その後、データラ
ッチ回路１４３は、所定のタイミングで当該検出データｎmeas(t)をシリアルデータとし
てコントローラ１６０に出力する。出力された検出データｎmeas(t)は、コントローラ１
６０内のメモリに記憶される。
【００３１】
　データラッチ回路１４３は、具体的には、図３に示すように、各列に対応して設けられ
たデータラッチ４１（ｊ）と、接続切換用のスイッチＳＷ４（ｊ）、ＳＷ５（ｊ）と、デ
ータ出力用のスイッチＳＷ３と、を備えている。データラッチ４１（ｊ）は、データラッ
チパルス信号ＬＰの例えば立ち上がりタイミングで、スイッチＳＷ５（ｊ）を介して供給
されるデジタルデータを保持（ラッチ）する。
【００３２】
　スイッチＳＷ５（ｊ）は、コントローラ１６０から供給されるデータ制御信号（切換制
御信号Ｓ５）に基づいて、接点Ｎａ側のデータレジスタ回路１４２、又は、接点Ｎｂ側の
ＤＡＣ／ＡＤＣ回路１４４のＡＤＣ４３（ｊ）、又は、接点Ｎｃ側の隣接する列（ｊ＋１
）のデータラッチ４１（ｊ＋１）のいずれかを、データラッチ４１（ｊ）に選択的に接続
するように切換制御される。これにより、スイッチＳＷ５（ｊ）が接点Ｎａ側に接続設定
されている場合には、データレジスタ回路１４２から供給される画像データＤin(j)がデ
ータラッチ４１（ｊ）に保持される。また、スイッチＳＷ５（ｊ）が接点Ｎｂ側に接続設
定されている場合には、データラインＬｄ（ｊ）からＤＡＣ／ＡＤＣ回路１４４のＡＤＣ
４３（ｊ）に取り込まれたデータライン電圧Ｖｄ（検出電圧Ｖmeas(t)）に応じた検出デ
ータｎmeas(t)がデータラッチ４１（ｊ）に保持される。また、スイッチＳＷ５（ｊ）が
接点Ｎｃ側に接続設定されている場合には、隣接する列（ｊ＋１）のスイッチＳＷ４（ｊ
＋１）を介してデータラッチ４１（ｊ＋１）に保持されている検出データｎmeas(t)がデ
ータラッチ４１（ｊ）に保持される。なお、最終列（ｑ）に設けられるスイッチＳＷ５（
ｑ）は、接点Ｎｃにロジック電源１４６の電源電圧ＬＶＳＳが接続されている。
【００３３】
　スイッチＳＷ４（ｊ）は、コントローラ１６０から供給されるデータ制御信号（切換制
御信号Ｓ４）に基づいて、接点Ｎａ側のＤＡＣ／ＡＤＣ回路１４４のＤＡＣ４２（ｊ）、
又は、接点Ｎｂ側のスイッチＳＷ３（又は、隣接する列（ｊ－１）のスイッチＳＷ５（ｊ
－１）；図示を省略）のいずれかを、データラッチ４１（ｊ）に選択的に接続するように
切換制御される。これにより、スイッチＳＷ４（ｊ）が接点Ｎａ側に接続設定されている
場合には、データラッチ４１（ｊ）に保持された画像データＤin(j)がＤＡＣ／ＡＤＣ回
路１４４のＤＡＣ４２（ｊ）に供給される。また、スイッチＳＷ４（ｊ）が接点Ｎｂ側に
接続設定されている場合には、データラッチ４１（ｊ）に保持された検出電圧Ｖmeas(t)
に応じた検出データｎmeas(t)がスイッチＳＷ３を介して、コントローラ１６０に出力さ
れる。出力された検出データｎmeas(t)は、コントローラ１６０内のメモリに記憶される
。
【００３４】
　スイッチＳＷ３は、コントローラ１６０から供給されるデータ制御信号（切換制御信号
Ｓ４、Ｓ５）に基づいて、データラッチ回路１４３のスイッチＳＷ４（ｊ）、ＳＷ５（ｊ
）が切換制御されて、隣接する列のデータラッチ４１（１）～４１（ｑ）が相互に直列に
接続された状態で、データ制御信号（切換制御信号Ｓ３、データラッチパルス信号ＬＰ）
に基づいて、導通状態となるように制御される。これにより、各列のデータラッチ４１（
１）～４１（ｑ）に保持された検出電圧Ｖmeas(t)に応じた検出データｎmeas(t)が、スイ
ッチＳＷ３を介してシリアルデータとして順次取り出されて、コントローラ１６０に出力
される。
【００３５】
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　図４は、本実施形態に係るデータドライバに適用されるデジタル－アナログ変換回路（
ＤＡＣ）及びアナログ－デジタル変換回路（ＡＤＣ）の入出力特性を示す図である。図４
（ａ）は、本実施形態に適用されるＤＡＣの入出力特性を示す図であり、図４（ｂ）は、
本実施形態に適用されるＡＤＣの入出力特性を示す図である。ここでは、デジタル信号の
入出力ビット数を１０ビットとした場合の、デジタル－アナログ変換回路及びアナログ－
デジタル変換回路の入出力特性の一例を示す。
【００３６】
　ＤＡＣ／ＡＤＣ回路１４４は、図３に示すように、各列に対応してリニア電圧デジタル
－アナログ変換回路（ＤＡＣ；電圧印加回路）４２（ｊ）と、アナログ－デジタル変換回
路（ＡＤＣ）４３（ｊ）を備えている。ＤＡＣ４２（ｊ）は、上記データラッチ回路１４
３に保持されたデジタルデータからなる画像データＤin(j)をアナログ信号電圧Ｖpixに変
換して出力回路１４５に出力する。
【００３７】
　ここで、各列に設けられるＤＡＣ４２（ｊ）は、図４（ａ）に示すように、入力される
デジタルデータに対する、出力されるアナログ信号電圧の変換特性（入出力特性）が線形
性を有している。すなわち、ＤＡＣ４２（ｊ）は、例えば図４（ａ）に示すように、１０
ビット（すなわち１０２４階調）のデジタルデータ（０、１、・・・１０２３）を、線形
性を有して設定されたアナログ信号電圧（Ｖ０、Ｖ１、・・・Ｖ1023）に変換する。この
アナログ信号電圧（Ｖ０～Ｖ1023）は、後述するアナログ電源１４７から供給される電源
電圧ＤＶＳＳ～ＶＥＥの範囲内で設定され、例えば、入力されるデジタルデータの値が“
０”（０階調）のときに変換されるアナログ信号電圧値Ｖ０が高電位側の電源電圧ＤＶＳ
Ｓとなるように設定され、デジタルデータの値が“１０２３”（１０２３階調；最大階調
）のときに変換されるアナログ信号電圧値Ｖ1023が低電位側の電源電圧ＶＥＥよりも高く
、かつ、該電源電圧ＶＥＥ近傍の電圧値になるように設定されている。
【００３８】
　また、ＡＤＣ４３（ｊ）は、データラインＬｄ（ｊ）から取り込まれたアナログ信号電
圧からなる検出電圧Ｖmeas(t)を、デジタルデータからなる検出データｎmeas(t)に変換し
てデータラッチ４１（ｊ）に送出する。ここで、各列に設けられるＡＤＣ４３（ｊ）は、
図４（ｂ）に示すように、入力されるアナログ信号電圧に対する、出力されるデジタルデ
ータの変換特性（入出力特性）が線形性を有している。また、ＡＤＣ４３（ｊ）は、電圧
変換時のデジタルデータのビット幅が上述したＤＡＣ４２（ｊ）と同一になるように設定
されている。すなわち、ＡＤＣ４３（ｊ）は、最小単位ビット（１ＬＳＢ；アナログ分解
能）に対応する電圧幅がＤＡＣ４２（ｊ）と同一に設定されている。
【００３９】
　ＡＤＣ４３（ｊ）は、例えば図４（ｂ）に示すように、電源電圧ＤＶＳＳ～ＶＥＥの範
囲内で設定されたアナログ信号電圧（Ｖ０、Ｖ１、・・・Ｖ1023）を、線形性を有して設
定された１０ビット（１０２４階調）のデジタルデータ（０、１、・・・１０２３）に変
換する。ＡＤＣ４３（ｊ）は、例えば、入力されるアナログ信号電圧の電圧値がＶ０（＝
ＤＶＳＳ）のときにデジタルデータの値が“０”（０階調）に変換されるように設定され
、アナログ信号電圧の電圧値が電源電圧ＶＥＥよりも高く、かつ、該電源電圧ＶＥＥ近傍
の電圧値であるアナログ信号電圧Ｖ1023のときにデジタル信号値“１０２３”（１０２３
階調；最大階調）に変換されるように設定されている。
【００４０】
　なお、本実施形態においては、シフトレジスタ回路１４１、データレジスタ回路１４２
及びデータラッチ回路１４３を含む内部回路１４０Ａを低耐圧回路として構成し、ＤＡＣ
／ＡＤＣ回路１４４及び後述する出力回路１４５を含む内部回路１４０Ｂを高耐圧回路と
して構成している。そのため、データラッチ回路１４３（スイッチＳＷ４（ｊ））とＤＡ
Ｃ／ＡＤＣ回路１４４のＤＡＣ４２（ｊ）との間には、低耐圧の内部回路１４０Ａから高
耐圧の内部回路１４０Ｂへの電圧調整回路としてレベルシフタＬＳ１（ｊ）が設けられて
いる。また、ＤＡＣ／ＡＤＣ回路１４４のＡＤＣ４３（ｊ）とデータラッチ回路１４３（
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スイッチＳＷ５（ｊ））との間には、高耐圧の内部回路１４０Ｂから低耐圧の内部回路１
４０Ａへの電圧調整回路としてレベルシフタＬＳ２（ｊ）が設けられている。
【００４１】
　出力回路１４５は、図３に示すように、各列に対応するデータラインＬｄ（ｊ）に階調
信号を出力するためのバッファ４４（ｊ）及びスイッチＳＷ１（ｊ）（接続切換回路）と
、データライン電圧Ｖｄ（検出電圧Ｖmeas(t)）を取り込むためのスイッチＳＷ２（ｊ）
及びバッファ４５（ｊ）と、を備えている。
【００４２】
　バッファ４４（ｊ）は、上記ＤＡＣ４２（ｊ）により画像データＤin(j)をアナログ変
換して生成されたアナログ信号電圧Ｖpix(j)を、所定の信号レベルに増幅して階調電圧Ｖ
data(j)を生成する。スイッチＳＷ１（ｊ）は、コントローラ１６０から供給されるデー
タ制御信号（切換制御信号Ｓ１）に基づいて、データラインＬｄ（ｊ）への上記階調電圧
Ｖdata(j)の印加を制御する。
【００４３】
　また、スイッチＳＷ２（ｊ）は、コントローラ１６０から供給されるデータ制御信号（
切換制御信号Ｓ２）に基づいて、データライン電圧Ｖｄ（検出電圧Ｖmeas(t)）の取り込
みを制御する。バッファ４５（ｊ）は、スイッチＳＷ２（ｊ）を介して取り込まれた検出
電圧Ｖmeas(t)を所定の信号レベルに増幅してＡＤＣ４３（ｊ）に送出する。
【００４４】
　ロジック電源１４６は、データドライバ１４０のシフトレジスタ回路１４１、データレ
ジスタ回路１４２及びデータラッチ回路１４３を含む内部回路１４０Ａを駆動するための
、ロジック電圧からなる低電位側の電源電圧ＬＶＳＳ及び高電位側の電源電圧ＬＶＤＤを
供給する。アナログ電源１４７は、ＤＡＣ／ＡＤＣ回路１４４のＤＡＣ４２（ｊ）及びＡ
ＤＣ４３（ｊ）、出力回路１４５のバッファ４４（ｊ）、４５（ｊ）を含む内部回路１４
０Ｂを駆動するための、アナログ電圧からなる高電位側の電源電圧ＤＶＳＳ及び低電位側
の電源電圧ＶＥＥを供給する。
【００４５】
　なお、図２、図３に示したデータドライバ１４０においては、図示の都合上、各部の動
作を制御するための制御信号が、ｊ列目（図中では１列目に相当する）のデータラインＬ
ｄ（ｊ）に対応して設けられたデータラッチ４１、及び、スイッチＳＷ１～ＳＷ５にのみ
入力された構成を示した。しかしながら、本実施形態においては、各列ごとの構成にこれ
らの制御信号が共通して入力されていることはいうまでもない。
【００４６】
　図５は、本実施形態に係る表示装置に適用されるコントローラの機能を示す機能ブロッ
ク図である。なお、図５においては、図示の都合上、各機能ブロック間のデータの流れを
全て実線の矢印で示した。実際には、後述するように、コントローラ１６０の動作状態に
応じてこれらのいずれかのデータの流れが有効になる。
【００４７】
　コントローラ１６０は、少なくとも上述した選択ドライバ１２０及び電源ドライバ１３
０、データドライバ１４０、カソード電圧制御回路１５０の動作状態を制御する。そのた
め、コントローラ１６０は、表示パネル１１０における所定の駆動制御動作を実行するた
めの選択制御信号及び電源制御信号、データ制御信号、カソード電圧制御信号を生成して
、上記の各ドライバ１２０、１３０、１４０及び制御回路１５０に出力する。
【００４８】
　特に、本実施形態においては、コントローラ１６０は、選択制御信号及び電源制御信号
、データ制御信号、カソード電圧制御信号を供給することにより、選択ドライバ１２０及
び電源ドライバ１３０、データドライバ１４０、カソード電圧制御回路１５０の各々を所
定のタイミングで動作させて、表示パネル１１０の各画素ＰＩＸの特性パラメータを取得
する動作（特性パラメータ取得動作）を制御する。また、コントローラ１６０は、各画素
ＰＩＸの特性パラメータに基づいて補正された画像データに応じた画像情報を表示パネル
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１１０に表示する動作（表示動作）を制御する。
【００４９】
　具体的には、コントローラ１６０は、特性パラメータ取得動作において、上記データド
ライバ１４０を介して検出した各画素ＰＩＸの特性変化に関連する検出データ（詳しくは
後述する）に基づいて、各種の補正データを取得する。また、コントローラ１６０は、表
示動作において、外部から供給される画像データを、特性パラメータ取得動作において取
得した補正データに基づいて補正し、補正画像データとしてデータドライバ１４０に供給
する。
【００５０】
　本実施形態に適用されるコントローラ（画像データ補正回路）１６０は、具体的には、
例えば図５に示すように、概略、参照テーブル（ＬＵＴ）１６１を備えた電圧振幅設定機
能回路１６２と、乗算機能回路（画像データ補正回路）１６３と、加算機能回路（画像デ
ータ補正回路）１６４と、メモリ（記憶回路）１６５と、補正データ取得機能回路（特性
パラメータ取得回路）１６６と、Ｖth補正データ生成回路（画像データ補正回路）１６７
と、を有している。
【００５１】
　電圧振幅設定機能回路１６２は、外部から供給されるデジタルデータからなる画像デー
タに対して、参照テーブル１６１を参照することにより、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）
の各色に対応する電圧振幅を変換する。ここで、変換された画像データの電圧振幅の最大
値は、上述したＤＡＣ４２における入力範囲の最大値から、各画素の特性パラメータに基
づく補正量を減算した値以下に設定される。
【００５２】
　乗算機能回路１６３は、各画素ＰＩＸの特性変化に関連する検出データに基づいて取得
された電流増幅率βの補正データを画像データに乗算する。Ｖth補正データ生成回路１６
７は、上記電流増幅率βの補正データと、各画素ＰＩＸの特性変化に関連するパラメータ
（Ｖth補正パラメータｎoffset、＜ξ＞・ｔ０；詳しくは後述する）及び検出データｎme

as(t０)に基づいて、駆動トランジスタのしきい値電圧Ｖthの補正データｎthを生成する
。加算機能回路１６４は、上記Ｖth補正データ生成回路１６７により生成された補正デー
タｎthを、上記乗算機能回路１６３から出力される画像データに加算して、補正画像デー
タとしてデータドライバ１４０に供給する。
【００５３】
　補正データ取得機能回路１６６は、各画素ＰＩＸの特性変化に関連する検出データに基
づいて、電流増幅率β及びしきい値電圧Ｖthの補正データを規定するパラメータを取得す
る。
【００５４】
　メモリ１６５は、上述したデータドライバ１４０から送出された各画素ＰＩＸの検出デ
ータを、各画素ＰＩＸに対応して記憶し、上記加算機能回路１６４における加算処理の際
、及び、補正データ取得機能回路１６６における補正データ取得処理の際に、検出データ
が読み出される。また、メモリ１６５は、補正データ取得機能回路１６６において取得さ
れた補正データ及び補正パラメータを、各画素ＰＩＸに対応して記憶し、上記乗算機能回
路１６３における乗算処理の際、及び、加算機能回路１６４における加算処理の際に、補
正データ及び補正パラメータが読み出される。
【００５５】
　なお、図５に示したコントローラ１６０において、補正データ取得機能回路１６６はコ
ントローラ１６０の外部に設けられた演算装置（例えばパーソナルコンピュータ、ＣＰＵ
）であってもよい。また、図５に示したコントローラ１６０において、メモリ１６５は各
画素ＰＩＸに関連付けて、検出データ及び補正データ、補正パラメータが記憶されている
ものであれば、別個のメモリであってもよい。また、このメモリ１６５は、コントローラ
１６０の外部に設けられた記憶装置であってもよい。また、コントローラ１６０に供給さ
れる画像データは、例えば映像信号から輝度階調信号成分を抽出し、表示パネル１１０の
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１行分ごとに、該輝度階調信号成分をデジタル信号からなるシリアルデータとして形成さ
れたものである。
【００５６】
　（画素）
　次に、本実施形態に係る表示パネルに配列される画素、及び、カソード電圧制御回路に
ついて具体的に説明する。
　図６は、本実施形態に係る表示パネルに適用される画素（画素駆動回路及び発光素子）
、及び、カソード電圧制御回路の一実施形態を示す回路構成図である。
【００５７】
　本実施形態に係る表示パネル１１０に適用される画素ＰＩＸは、図６に示すように、選
択ドライバ１２０に接続された選択ラインＬｓと、データドライバ１４０に接続されたデ
ータラインＬｄとの各交点近傍に配置されている。各画素ＰＩＸは、電流駆動型の発光素
子である有機ＥＬ素子ＯＥＬと、該有機ＥＬ素子ＯＥＬを発光駆動するための電流を生成
する画素駆動回路ＤＣと、を備えている。
【００５８】
　図６に示す画素駆動回路ＤＣは、概略、トランジスタＴｒ１１～Ｔｒ１３と、キャパシ
タ（容量素子）Ｃｓと、を備えた回路構成を有している。トランジスタ（第２のトランジ
スタ）Ｔｒ１１は、ゲート端子が選択ラインＬｓに接続され、また、ドレイン端子が電源
ラインＬａに接続され、また、ソース端子が接点Ｎ１１に接続されている。トランジスタ
Ｔｒ１２は、ゲート端子が選択ラインＬｓに接続され、また、ソース端子がデータライン
Ｌｄに接続され、また、ドレイン端子が接点Ｎ１２に接続されている。トランジスタ（駆
動制御素子、第１のトランジスタ）Ｔｒ１３は、ゲート端子が接点Ｎ１１に接続され、ド
レイン端子が電源ラインＬａに接続され、ソース端子が接点Ｎ１２に接続されている。ま
た、キャパシタ（容量素子）Ｃｓは、トランジスタＴｒ１３のゲート端子（接点Ｎ１１）
及びソース端子（接点Ｎ１２）間に接続されている。キャパシタＣｓは、トランジスタＴ
ｒ１３のゲート・ソース端子間に形成される寄生容量であってもよいし、該寄生容量に加
えて接点Ｎ１１及び接点Ｎ１２間に別個の容量素子を並列に接続したものであってもよい
。
【００５９】
　また、有機ＥＬ素子ＯＥＬは、アノード（アノード電極）が上記画素駆動回路ＤＣの接
点Ｎ１２に接続され、カソード（カソード電極）が共通電極Ｅｃに接続されている。共通
電極Ｅｃは、図６に示すように、カソード電圧制御回路１５０に接続され、画素ＰＩＸの
動作状態に応じて所定の電圧値のカソード電圧ＥＬＶＳＳが設定されて印加される。なお
、図６に示す画素ＰＩＸにおいては、キャパシタＣｓ以外に、有機ＥＬ素子ＯＥＬに画素
容量Ｃelが存在し、また、データラインＬｄに配線寄生容量Ｃｐが存在している。
【００６０】
　カソード電圧制御回路１５０は、例えばカソード電圧生成用のＤ／Ａコンバータ（図中
、「ＤＡＣ（Ｃ）」で表記）１５１と、Ｄ／Ａコンバータ１５１の出力に接続されたフォ
ロワアンプ１５２と、を有している。Ｄ／Ａコンバータ１５１は、コントローラ１６０か
らカソード電圧制御信号として供給される所定のデジタル値をアナログ信号電圧に変換す
る。ここで、コントローラ１６０からカソード電圧制御回路１５０（Ｄ／Ａコンバータ１
５１）に供給されるデジタル値は、後述する特性パラメータ取得動作において各画素ＰＩ
Ｘの電流増幅率βのばらつきを補正するための補正データΔβを取得する際には、各画素
ＰＩＸの特性パラメータに基づいて抽出される検出データｎmeas(tc)である。また、後述
する特性パラメータ取得動作において各画素ＰＩＸのトランジスタＴｒ１３のしきい値電
圧Ｖthの変動を補正するための補正データｎthを取得する際には、上記デジタル値は、デ
ータラインＬｄに印加される検出用電圧Ｖdacに対応したデジタル値である。フォロワア
ンプ１５２は、Ｄ／Ａコンバータ１５１の出力に対する極性反転回路及びバッファ回路と
して動作する。これにより、Ｄ／Ａコンバータ１５１から出力されるアナログ信号電圧が
、フォロワアンプ１５２により、絶対値がＤ／Ａコンバータ１５１から出力されるアナロ
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グ信号電圧に相当する値を有し、負極性の電圧レベルを有するカソード電圧ＥＬＶＳＳに
変換されて、表示パネル１１０の各画素ＰＩＸに接続された共通電極Ｅｃに印加される。
また、表示パネル１１０の表示動作（書込動作及び発光動作）時には、カソード電圧制御
回路１５０を介して、又は、図示を省略した定電圧源から直接、例えば接地電位ＧＮＤか
らなるカソード電圧ＥＬＶＳＳが共通電極Ｅｃに印加される。
【００６１】
　ここで、本実施形態に係る画素ＰＩＸの表示動作（書込動作及び発光動作）時には、上
述した電源ドライバ１３０から電源ラインＬａに印加される電源電圧Ｖsa（ＥＬＶＤＤ、
ＤＶＳＳ）と、共通電極Ｅｃに印加されるカソード電圧ＥＬＶＳＳと、アナログ電源１４
７からデータドライバ１４０に供給される電源電圧ＶＥＥとの関係は、例えば、次の（１
）式に示す条件を満たすように設定されている。このとき、共通電極Ｅｃに印加されるカ
ソード電圧ＥＬＶＳＳは、例えば接地電位ＧＮＤに設定されている。
【００６２】
【数１】

【００６３】
　なお、上記（１）においては、共通電極Ｅｃに印加される電圧ＥＬＶＳＳは電源電圧Ｄ
ＶＳＳと同電位であって、例えば接地電位ＧＮＤに設定されているとしたが、これに限る
ものではなく、電圧ＥＬＶＳＳが電源電圧ＤＶＳＳより低電位で、電源電圧ＤＶＳＳと電
圧ＥＬＶＳＳとの電位差が、有機ＥＬ素子ＯＥＬが発光を開始する発光閾値電圧より小さ
い値となる電圧値に設定されているものであってもよい。
【００６４】
　また、図６に示した画素ＰＩＸにおいて、トランジスタＴｒ１１～Ｔｒ１３については
、例えば同一のチャネル型を有する薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を適用することができる
。トランジスタＴｒ１１～Ｔｒ１３は、アモルファスシリコン薄膜トランジスタであって
もよいし、ポリシリコン薄膜トランジスタであってもよい。
【００６５】
　特に、図６に示すように、トランジスタＴｒ１１～Ｔｒ１３としてｎチャネル型の薄膜
トランジスタを適用し、かつ、トランジスタＴｒ１１～Ｔｒ１３としてアモルファスシリ
コン薄膜トランジスタを適用した場合には、すでに確立されたアモルファスシリコン製造
技術を適用して、多結晶型や単結晶型のシリコン薄膜トランジスタに比較して、簡易な製
造プロセスで動作特性（電子移動度等）が比較的均一で安定したトランジスタを実現する
ことができる。
【００６６】
　また、上述した画素ＰＩＸにおいては、画素駆動回路ＤＣとして３個のトランジスタＴ
ｒ１１～Ｔｒ１３を備え、また、発光素子として有機ＥＬ素子ＯＥＬを適用した回路構成
を示した。本発明はこの実施形態に限定されるものではなく、３個以上のトランジスタを
備えた他の回路構成を有するものであってもよい。また、画素駆動回路ＤＣにより発光駆
動される発光素子は、電流駆動型の発光素子であればよく、例えば発光ダイオード等の他
の発光素子であってもよい。
【００６７】
　（表示装置の駆動制御方法）
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　次に、本実施形態に係る表示装置における駆動制御方法について説明する。
　本実施形態に係る表示装置１００の駆動制御動作は、大別して、特性パラメータ取得動
作と表示動作とからなる。
【００６８】
　特性パラメータ取得動作においては、表示パネル１１０に配列された各画素ＰＩＸにお
ける発光特性の変動を補償するためのパラメータを取得する。特性パラメータ取得動作は
、より具体的には、各画素ＰＩＸの画素駆動回路ＤＣに設けられたトランジスタ（駆動ト
ランジスタ）Ｔｒ１３のしきい値電圧Ｖthの変動を補正するためのパラメータと、各画素
ＰＩＸにおける電流増幅率βのばらつきを補正するためのパラメータと、を取得する動作
を実行する。
【００６９】
　表示動作においては、上述した特性パラメータ取得動作により画素ＰＩＸごとに取得し
た補正パラメータに基づいて、デジタルデータからなる画像データを補正した補正画像デ
ータを生成し、該補正画像データに対応する階調電圧Ｖdataを生成して各画素ＰＩＸに書
き込む（書込動作）。これにより、各画素ＰＩＸにおける発光特性（トランジスタＴｒ１
３のしきい値電圧Ｖth、電流増幅率β）の変動やばらつきを補償した、画像データに応じ
た本来の輝度階調で各画素ＰＩＸ（有機ＥＬ素子ＯＥＬ）が発光する（発光動作）。
【００７０】
　以下、各動作について具体的に説明する。
　　（特性パラメータ取得動作）
　ここでは、最初に本実施形態に係る特性パラメータ取得動作において適用される特有の
手法について説明する。その後、当該手法を用いて各画素ＰＩＸのしきい値電圧Ｖth及び
電流増幅率βを補償するための特性パラメータを取得する動作を説明する。
【００７１】
　まず、図６に示した画素駆動回路ＤＣを有する画素ＰＩＸにおいて、データドライバ１
４０からデータラインＬｄを介して画像データを書き込む（画像データに対応した階調電
圧Ｖdataを印加する）場合の、画素駆動回路ＤＣの電圧－電流（Ｖ－Ｉ）特性について説
明する。
【００７２】
　図７は、本実施形態に係る画素駆動回路を適用した画素における画像データの書込時の
動作状態図である。また、図８は、本実施形態に係る画素駆動回路を適用した画素におけ
る書込動作時の電圧－電流特性を示す図である。
【００７３】
　本実施形態に係る画素ＰＩＸへの画像データの書込動作においては、図７に示すように
、選択ドライバ１２０から選択ラインＬｓを介して選択レベル（ハイレベル；Ｖgh）の選
択信号Ｓselを印加することにより、画素ＰＩＸが選択状態に設定される。このとき、画
素駆動回路ＤＣのトランジスタＴｒ１１、Ｔｒ１２がオン動作することにより、トランジ
スタＴｒ１３は、ゲート・ドレイン端子間が短絡されて、ダイオード接続状態に設定され
る。この選択状態においては、電源ラインＬａには、電源ドライバ１３０から非発光レベ
ルの電源電圧Ｖsa（＝ＤＶＳＳ；例えば接地電位ＧＮＤ）が印加される。また、有機ＥＬ
素子ＯＥＬのカソードに接続される共通電極Ｅｃには、カソード電圧制御回路１５０又は
図示を省略した定電圧源から、例えば接地電位ＧＮＤに設定されたカソード電圧ＥＬＶＳ
Ｓが印加される。
【００７４】
　そして、この状態で、データラインＬｄに対してデータドライバ１４０から画像データ
に応じた電圧値の階調電圧Ｖdataが印加される。ここで、階調電圧Ｖdataは、電源ドライ
バ１３０から電源ラインＬａに印加される電源電圧ＤＶＳＳよりも低い電圧値に設定され
ている。すなわち、書込動作時においては、上記（１）式に示したように、電源電圧ＤＶ
ＳＳは共通電極Ｅｃに印加されるカソード電圧ＥＬＶＳＳと同一の電位（接地電位ＧＮＤ
）に設定されているので、階調電圧Ｖdataは負極性の電圧レベルに設定される。
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【００７５】
　これにより、図７に示すように、電源ドライバ１３０から電源ラインＬａ、画素ＰＩＸ
（画素駆動回路ＤＣ）のトランジスタＴｒ１３、Ｔｒ１２を介して、データラインＬｄ方
向に上記階調電圧Ｖdataに応じたドレイン電流Ｉｄが流れる。このとき、有機ＥＬ素子Ｏ
ＥＬには逆バイアス電圧が印加されることになるので、発光動作は行われない。
【００７６】
　この場合の画素駆動回路ＤＣにおける回路特性について検証する。画素駆動回路ＤＣに
おいて、駆動トランジスタであるトランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthの変動が生じ
ておらず、かつ、画素駆動回路ＤＣにおける電流増幅率βにばらつきがない初期状態の、
トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧をＶth０とし、電流増幅率をβとしたとき、図７に
示したドレイン電流Ｉｄの電流値は、次の（２）式で表すことができる。
　　Ｉd＝β(Ｖ０－Ｖdata－Ｖth０)2　　　・・・（２）
【００７７】
　ここで、画素駆動回路ＤＣにおける設計値又は標準値の電流増幅率β、及び、トランジ
スタＴｒ１３の初期しきい値電圧Ｖth０は、いずれも定数である。また、Ｖ０は電源ドラ
イバ１３０から印加される非発光レベルの電源電圧Ｖsa（＝ＤＶＳＳ）であって、電圧（
Ｖ０－Ｖdata）は、トランジスタＴｒ１３及びＴｒ１２の電流路が直列接続された回路構
成に印加される電位差に相当する。このときの画素駆動回路ＤＣに印加される電圧（Ｖ０

－Ｖdata）の値と、画素駆動回路ＤＣに流れるドレイン電流Ｉｄの電流値との関係（Ｖ－
Ｉ特性）は、図８中に、特性線ＳＰ１として表される。
【００７８】
　そして、経時変化によりトランジスタＴｒ１３の素子特性に変動（しきい値電圧シフト
；しきい値電圧Ｖthの変動量をΔＶthとする）が生じた後のしきい値電圧をＶth（＝Ｖth

０＋ΔＶth）としたとき、画素駆動回路ＤＣの回路特性は、次の（３）式のように変化す
る。ここで、Ｖthは定数である。このときの画素駆動回路ＤＣの電圧－電流（Ｖ－Ｉ）特
性は、図８中に、特性線ＳＰ３として表される。
　　Ｉd＝β(Ｖ０－Ｖdata－Ｖth)2　　　・・・（３）
【００７９】
　また、上記（２）式に示した初期状態において、電流増幅率βにばらつきが生じた場合
の電流増幅率をβ′としたとき、画素駆動回路ＤＣの回路特性は、次の（４）式で表すこ
とができる。
　　Ｉd＝β′(Ｖ０－Ｖdata－Ｖth０)2　　　・・・（４）
【００８０】
　ここで、β′は定数である。このときの画素駆動回路ＤＣの電圧－電流（Ｖ－Ｉ）特性
は、図８中に、特性線ＳＰ２として表される。なお、図８中に示した特性線ＳＰ２は、上
記（４）式における電流増幅率β′が上記（２）式に示した電流増幅率βよりも小さい場
合（β′＜β）の画素駆動回路ＤＣの電圧－電流（Ｖ－Ｉ）特性を示している。
【００８１】
　上記（２）、（４）式において、設計値又は標準値の電流増幅率をβtypとした場合、
電流増幅率β′がβtypの値になるように補正するためのパラメータ（補正データ）をΔ
βとする。このとき、電流増幅率β′と補正データΔβとの乗算値が設計値の電流増幅率
βtypとなるように（すなわち、β′×Δβ→βtypになるように）、それぞれの画素駆動
回路ＤＣに対して補正データΔβが与えられる。
【００８２】
　そして、本実施形態においては、上述した画素駆動回路ＤＣの電圧－電流特性（（２）
～（４）式及び図８）に基づいて、以下のような特有の手法でトランジスタＴｒ１３のし
きい値電圧Ｖth、及び、電流増幅率β′を補正するための特性パラメータを取得する。な
お、本明細書においては以下に示す手法を、便宜的に「オートゼロ法」と呼称する。
【００８３】
　本実施形態における特性パラメータ取得動作に適用される手法（オートゼロ法）は、図
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６に示した画素駆動回路ＤＣを有する画素ＰＩＸにおいて、まず、選択状態で上述したデ
ータドライバ１４０のデータドライバ機能を用いて、データラインＬｄに所定の検出用電
圧Ｖdacを印加する。その後、データラインＬｄをハイインピーダンス（ＨＺ）状態にし
て、データラインＬｄの電位を自然緩和させる。そして、この自然緩和を一定時間（緩和
時間ｔ）行った後のデータライン電圧Ｖｄ（検出電圧Ｖmeas(t)）を、データドライバ１
４０の電圧検出機能を用いて取り込み、デジタルデータからなる検出データｎmeas(t)に
変換する。ここで、本実施形態においては、この緩和時間ｔを異なる時間（タイミング；
ｔ０、ｔ１、ｔ２、ｔ３）に設定して、検出電圧Ｖmeas (t)の取り込み、及び、検出デー
タｎmeas(t)への変換を複数回実行する。
【００８４】
　まず、本実施形態に係る特性パラメータ取得動作に適用されるオートゼロ法の基本的な
考え方（基本手法）について説明する。
　図９は、本実施形態に係る特性パラメータ取得動作に適用される手法（オートゼロ法）
におけるデータライン電圧の変化を示す図（過渡曲線）である。
【００８５】
　オートゼロ法を用いた特性パラメータ取得動作は、まず、画素ＰＩＸを選択状態に設定
した状態で、画素駆動回路ＤＣのトランジスタＴｒ１３のゲート・ソース端子間（接点Ｎ
１１とＮ１２間）に、当該トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧を超える電圧が印加され
るように、データドライバ１４０からデータラインＬｄに対して検出用電圧Ｖdacを印加
する。
【００８６】
　このとき、画素ＰＩＸへの書込動作においては、電源ドライバ１３０から電源ラインＬ
ａに対して、非発光レベルの電源電圧ＤＶＳＳ（＝Ｖ０；接地電位ＧＮＤ）が印加される
ので、トランジスタＴｒ１３のゲート・ソース端子間には、（Ｖ０－Ｖdac）の電位差が
印加される。したがって、検出用電圧Ｖdacは、Ｖ０－Ｖdac＞Ｖthの条件を満たす電圧に
設定される。加えて、検出用電圧Ｖdacは、電源電圧ＤＶＳＳよりも低い負極性の電圧レ
ベルに設定される。ここで、有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソードに接続される共通電極Ｅｃに
印加されるカソード電圧ＥＬＶＳＳは、トランジスタＴｒ１３のソース端子に印加される
検出用電圧Ｖdacとの間に生じる電位差により、当該有機ＥＬ素子ＯＥＬが発光動作しな
い電圧値に設定される。より具体的には、カソード電圧ＥＬＶＳＳは、有機ＥＬ素子ＯＥ
Ｌが発光動作する程度の順バイアス電圧、及び、後述する補正動作に影響を及ぼすほどの
電流リークを伴う逆バイアス電圧の、いずれにも該当しない電圧値（又は、電圧範囲）に
設定される。なお、このカソード電圧ＥＬＶＳＳの設定については後述する。
【００８７】
　これにより、電源ドライバ１３０から電源ラインＬａ、トランジスタＴｒ１３のドレイ
ン・ソース端子間、Ｔｒ１２のドレイン・ソース端子間を介して、データラインＬｄ方向
に検出用電圧Ｖdacに応じたドレイン電流Ｉｄが流れる。このとき、トランジスタＴｒ１
３のゲート・ソース端子間（接点Ｎ１１とＮ１２間）に接続されたキャパシタＣｓに上記
検出用電圧Ｖdacに対応した電圧が充電される。
【００８８】
　次いで、データラインＬｄのデータ入力側（データドライバ１４０側）をハイインピー
ダンス（ＨＺ）状態に設定する。ここで、データラインＬｄをハイインピーダンス状態に
設定した直後においては、キャパシタＣｓに充電された電圧は検出用電圧Ｖdacに応じた
電圧に保持される。そのため、トランジスタＴｒ１３のゲート・ソース端子間電圧Ｖgsは
キャパシタＣｓに充電された電圧に保持される。
【００８９】
　これにより、データラインＬｄがハイインピーダンス状態に設定された直後においては
、トランジスタＴｒ１３はオン状態を維持して、トランジスタＴｒ１３のドレイン・ソー
ス端子間にドレイン電流Ｉｄが流れる。ここで、トランジスタＴｒ１３のソース端子（接
点Ｎ１２）の電位は、時間の経過に応じてドレイン端子側の電位に近づくように徐々に上
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昇して、トランジスタＴｒ１３のドレイン・ソース端子間に流れるドレイン電流Ｉｄの電
流値が減少していく。
【００９０】
　これに伴って、キャパシタＣｓに蓄積された電荷の一部が放電されていくことにより、
キャパシタＣｓの両端間電圧（トランジスタＴｒ１３のゲート・ソース端子間電圧Ｖgs）
が徐々に低下する。これにより、データライン電圧Ｖｄは、図９に示すように、時間の経
過とともに検出用電圧Ｖdacから徐々に上昇して、トランジスタＴｒ１３のドレイン端子
側の電圧（電源ラインＬａの電源電圧ＤＶＳＳ（＝Ｖ０））からトランジスタＴｒ１３の
しきい値電圧Ｖth分を差し引いた電圧（Ｖ０－Ｖth）に収束するように徐々に上昇する（
自然緩和）。
【００９１】
　そして、このような自然緩和において、最終的にトランジスタＴｒ１３のドレイン・ソ
ース端子間にドレイン電流Ｉｄが流れなくなると、キャパシタＣｓに蓄積された電荷の放
電が停止する。このときのトランジスタＴｒ１３のゲート電圧（ゲート・ソース端子間電
圧Ｖgs）がトランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthになる。
【００９２】
　ここで、画素駆動回路ＤＣのトランジスタＴｒ１３のドレイン・ソース端子間にドレイ
ン電流Ｉｄが流れない状態では、トランジスタＴｒ１２のドレイン・ソース端子間電圧は
ほぼ０Ｖになるので、上記自然緩和の終了時にはデータライン電圧ＶｄはトランジスタＴ
ｒ１３のしきい値電圧Ｖthにほぼ等しくなる。
【００９３】
　なお、図９に示した過渡曲線において、データライン電圧Ｖｄは時間（緩和時間ｔ）の
経過とともに、トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖth（＝｜Ｖ０－Ｖth｜；Ｖ０＝０
Ｖ）に収束していく。ここで、データライン電圧Ｖｄは、緩和時間ｔの経過とともに、上
記しきい値電圧Ｖthに限りなく漸近していく。しかしながら、緩和時間ｔを十分長く設定
したとしても、理論的には、しきい値電圧Ｖthに完全に等しくはならない。
　このような過渡曲線（自然緩和によるデータライン電圧Ｖｄの挙動）は、次の（１１）
式で表すことができる。
【００９４】
【数２】

【００９５】
　上記（１１）式において、Ｃは図６に示した画素ＰＩＸの回路構成におけるデータライ
ンＬｄに付加される容量成分の総和であり、Ｃ＝Ｃel＋Ｃｓ＋Ｃｐ（Ｃel；画素容量、Ｃ
ｓ；キャパシタ容量、Ｃｐ；配線寄生容量）で表される。なお、検出用電圧Ｖdacは次の
（１２）式の条件を満たす電圧値と定義する。
【００９６】

【数３】

【００９７】
　上記（１２）式において、Ｖth_maxはトランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthの補償
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て、ＤＡＣ４２に入力される初期のデジタルデータ（検出用電圧Ｖdacを規定するための
デジタルデータ）と定義し、当該デジタルデータｎｄが１０ビットの場合、ｄは１～１０
２３のうち上記（１２）式の条件を満たす任意の値を選択する。また、ΔＶはデジタルデ
ータのビット幅（１ビットに対応する電圧幅）であり、上記デジタルデータｎｄが１０ビ
ットの場合、次の（１３）式のように表される。
【００９８】
【数４】

【００９９】
　そして、上記（１１）式において、データライン電圧Ｖｄ（検出電圧Ｖmeas(t)）、該
データライン電圧Ｖｄの収束値Ｖ０－Ｖth、及び、電流増幅率βと容量成分の総和Ｃから
なるパラメータβ／Ｃを、それぞれ次の（１４）、（１５）式のように定義する。ここで
、緩和時間ｔにおけるデータライン電圧Ｖｄ（検出電圧Ｖmeas (t)）に対するＡＤＣ４３
のデジタル出力（検出データ）をｎmeas(t)と定義し、しきい値電圧Ｖthのデジタルデー
タをｎthと定義する。
【０１００】

【数５】

【０１０１】
【数６】

【０１０２】
　そして、（１４）、（１５）式に示した定義に基づいて、上記（１１）式を、データド
ライバ１４０のＤＡＣ／ＡＤＣ回路１４４において、ＤＡＣ４２に入力される実際のデジ
タルデータ（画像データ）ｎｄと、ＡＤＣ４３によりアナログ－デジタル変換されて実際
に出力されるデジタルデータ（検出データ）ｎmeas(t)との関係に置き換えると、次の（
１６）式のように表すことができる。
【０１０３】



(28) JP 5146521 B2 2013.2.20

10

20

30

40

50

【数７】

【０１０４】
　上記（１５）、（１６）式において、ξはアナログ値におけるパラメータβ／Ｃのデジ
タル表現であり、ξ・tは無次元になる。ここで、トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧
Ｖthに変動（Ｖthシフト）が生じていない初期のしきい値電圧Ｖth０を１Ｖ程度とする。
このとき、ξ・t・(ｎｄ－ｎth)≫１の条件を満たすように、異なる２つの緩和時間ｔ＝
ｔ１、ｔ２を設定することにより、トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧変動に応じた補
償電圧成分（オフセット電圧）Ｖoffset(t０)は、次の（１７）式のように表すことがで
きる。
【０１０５】

【数８】

【０１０６】
　上記（１７）式において、ｎ１、ｎ２は、各々（１６）式において緩和時間ｔをｔ１、
ｔ２に設定した場合に、ＡＤＣ４３から出力されるデジタルデータ（検出データ）ｎmeas

 (t１)、ｎmeas(t２)である。そして、上記（１６）、（１７）式に基づいて、トランジ
スタのしきい値電圧Ｖthのデジタルデータｎthは、緩和時間ｔ＝ｔ０においてＡＤＣ４３
から出力されるデジタルデータｎmeas(t０)を用いて、次の（１８）式のように表すこと
できる。また、オフセット電圧Ｖoffsetのデジタルデータdigital Ｖoffsetは、次の（１
９）式のように表すことができる。（１８）、（１９）式において、＜ξ＞は、パラメー
タβ／Ｃのデジタル値であるξの全画素平均値である。ここで、＜ξ＞は、小数点以下を
考慮しないこととする。
【０１０７】

【数９】

【０１０８】
【数１０】

【０１０９】
　したがって、上記（１８）式によれば、しきい値電圧Ｖthを補正するためのデジタルデ
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ータ（補正データ）であるｎthを全画素分求めることができる。
【０１１０】
　また、電流増幅率βのばらつきは、図９に示した過渡曲線において、緩和時間ｔをt３
に設定した場合にＡＤＣ４３から出力されるデジタルデータ（検出データ）ｎmeas(t３)
に基づいて、上記（１６）式をξについて解くことにより、次の（２０）式のように表す
ことができる。ここで、ｔ３は上記（１７）、（１８）式において用いられるｔ０、ｔ１

、ｔ２に比較して十分短い時間に設定される。
【０１１１】
【数１１】

【０１１２】
　上記（２０）式において、ξについて着目して、各データラインＬｄの容量成分の総和
Ｃが同等になるように表示パネル（発光パネル）を設計し、さらに、上記（１３）式に示
したように、デジタルデータのビット幅ΔＶを予め決定しておくことにより、ξを定義す
る（１５）式のΔＶ及びＣは定数となる。
【０１１３】
　そして、ξ及びβの所望の設定値を、それぞれξtyp及びβtypとすると、表示パネル１
１０内の各画素駆動回路ＤＣのξのばらつきを補正するための乗算補正値Δξ、すなわち
、電流増幅率βのばらつきを補正するためのデジタルデータ（補正データ）Δβは、ばら
つきの２乗項を無視すれば、次の（２１）式のように定義することができる。
【０１１４】
【数１２】

【０１１５】
　したがって、画素駆動回路ＤＣのしきい値電圧Ｖthの変動を補正するための補正データ
ｎth（第１の特性パラメータ）、及び、電流増幅率βのばらつきを補正するための補正デ
ータΔβ（第２の特性パラメータ）は、上記（１８）、（２１）式に基づいて、上述した
一連のオートゼロ法における緩和時間ｔを変えてデータライン電圧Ｖｄ（検出電圧Ｖmeas
(t)）を複数回検出することによって求めることができる。
【０１１６】
　上記（１８）式により算出された補正データｎthは、後述する表示動作において、本実
施形態に係る表示装置１００の外部から入力される画像データｎｄに対して、電流増幅率
βのばらつき補正（Δβ乗算補正）としきい値電圧Ｖthの変動補正（ｎth加算補正）を施
して補正画像データｎd_compを生成する際に用いられる。これにより、データドライバ１
４０から補正画像データｎd_compに応じたアナログ電圧値の階調電圧Ｖdataがデータライ
ンＬｄを介して各画素ＰＩＸに供給されるので、各画素ＰＩＸの有機ＥＬ素子ＯＥＬを、
電流増幅率βのばらつきや駆動トランジスタのしきい値電圧Ｖthの変動の影響を受けるこ
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となく、所望の輝度階調で発光動作することができ、良好かつ均一な発光状態を実現する
ことができる。
【０１１７】
　次いで、上述した一連のオートゼロ法において、有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソード（共通
電極Ｅｃ）に印加されるカソード電圧ＥＬＶＳＳについて説明する。
　具体的には、上述した一連のオートゼロ法において、各画素ＰＩＸ（画素駆動回路ＤＣ
）のトランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖth及び電流増幅率βを算出するために検出さ
れるデータライン電圧Ｖｄ（検出電圧Ｖmeas(t)）への、カソード電圧ＥＬＶＳＳの影響
について具体的に検証する。
【０１１８】
　図１０は、本実施形態に係わる特性パラメータ取得動作（オートゼロ法）における有機
ＥＬ素子のカソードからのリーク現象を説明するための図である。
　上述したオートゼロ法を用いた特性パラメータ取得動作においては、データラインＬｄ
に検出用電圧Ｖdacを印加する際に、有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソード（共通電極Ｅｃ）に
、有機ＥＬ素子ＯＥＬが発光動作する程度の順バイアス電圧、及び、後述する補正動作に
影響を及ぼすほどの電流リークを伴う逆バイアス電圧の、いずれにも該当しない電圧値（
又は、電圧範囲）のカソード電圧ＥＬＶＳＳが印加されることを説明した。
【０１１９】
　ここでは、まず、図１０に示すように、カソード電圧ＥＬＶＳＳとして、図７に示した
画像データの書込時と同様に、有機ＥＬ素子ＯＥＬが発光動作しない電圧値であり、かつ
、電源電圧ＤＶＳＳと同一の電圧値である接地電位ＧＮＤを共通電極Ｅｃに印加して、有
機ＥＬ素子ＯＥＬに逆バイアス電圧を印加した場合の画素駆動回路ＤＣの挙動について説
明する。
【０１２０】
　この場合、図１０に示すように、電源ラインＬａに印加された電源電圧ＤＶＳＳ（接地
電位ＧＮＤ）と、データラインＬｄに印加された検出用電圧Ｖdacとの間の電位差に応じ
て、トランジスタＴｒ１３にドレイン電流Ｉｄが流れるとともに、有機ＥＬ素子ＯＥＬの
カソード（共通電極Ｅｃ）に印加されたカソード電圧ＥＬＶＳＳ（接地電位ＧＮＤ）と、
データラインＬｄに印加された検出用電圧Ｖdacとの間の電位差に応じて、有機ＥＬ素子
ＯＥＬに逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流Ｉlkが流れる。
【０１２１】
　このとき、各有機ＥＬ素子ＯＥＬにおける逆バイアス電圧の印加時の電流特性の影響（
具体的には、逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流Ｉlkの電流値）が微小で、かつ、均
一である場合には、検出されたデータライン電圧Ｖｄ（検出電圧Ｖmeas(t)）は、実質的
に各画素ＰＩＸのトランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthや電流増幅率βに密接に対応
（関連）した電圧値を示す。
【０１２２】
　しかしながら、有機ＥＬ素子ＯＥＬは、素子構造や製造プロセス、駆動履歴（発光履歴
）等に起因して素子特性の変化やバラツキが生じることは避けられない。そのため、各有
機ＥＬ素子ＯＥＬにおける逆バイアス電圧の印加時の電流特性にバラツキが生じ、逆バイ
アス電圧の印加に伴うリーク電流Ｉlkの電流値が比較的大きい有機ＥＬ素子ＯＥＬが存在
すると、逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流による電圧成分が検出電圧Ｖmeas(t)に
含まれ、かつ、その電圧成分が不均一であることにより、検出電圧Ｖmeas(t)とトランジ
スタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖth及び各画素ＰＩＸの電流増幅率βとの関連性が大きく損
なわれることになる。すなわち、検出電圧Ｖmeas(t)からは、有機ＥＬ素子ＯＥＬにおけ
るリーク電流Ｉlkによる電圧成分と、トランジスタＴｒ１３に流れるドレイン電流Ｉｄに
よる電圧成分とを、区別（判別）することができない。
【０１２３】
　このような状態で取得した各画素ＰＩＸの特性パラメータに基づいて、後述するような
画像データの補正動作を行うと、有機ＥＬ素子ＯＥＬに逆バイアス電圧の印加に伴うリー
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ク電流Ｉlkがある場合、検出電圧Ｖmeas(t)にこのリーク電流の成分が含まれてしまうた
め、見かけ上、トランジスタＴｒ１３の電流駆動能力（すなわち、電流増幅率β）が大き
く判断されることになる。そのため、補正された画像データに基づいて発光動作を行う際
に、トランジスタＴｒ１３により生成される発光駆動電流Ｉemの電流値が、本来のトラン
ジスタＴｒ１３の特性に基づく電流値よりも小さく設定されることになる。これにより、
リーク電流Ｉlkが生じた画素ＰＩＸ、又は、リーク電流Ｉlkの電流値が大きい画素ＰＩＸ
は、補正動作により発光輝度が低下することになるので、輝度ムラが強調されることにな
り、表示画質の劣化を招く可能性がある。
【０１２４】
　これに対し、本実施形態は、各画素ＰＩＸの上記特性パラメータの取得において、上述
したような、有機ＥＬ素子ＯＥＬの逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流Ｉlkの影響を
排除することができるようにしたものである。
【０１２５】
　＜第１の手法＞
　まず、上記補正データΔβ（第２の特性パラメータ）を取得する特性パラメータ取得動
作に適用される、有機ＥＬ素子ＯＥＬの逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流の影響を
排除するための第１の手法について、図面を参照して具体的に説明する。この第１の手法
においては、まず、補正データΔβを取得するための特性パラメータ取得動作に先立って
、オートゼロ法を用いて、有機ＥＬ素子ＯＥＬに印加するカソード電圧ＥＬＶＳＳの電圧
値を設定するための処理を実行する（カソード電圧取得動作）。これにより各画素ＰＩＸ
の電流増幅率βのばらつきを補正するための補正データΔβを取得するための特性パラメ
ータ取得動作時に適用するカソード電圧ＥＬＶＳＳの電圧値を取得する。その後、カソー
ド電圧ＥＬＶＳＳをカソード電圧取得動作により取得した電圧値に設定した状態で、上述
した一連のオートゼロ法を用いた特性パラメータ取得動作を実行する。これにより、有機
ＥＬ素子ＯＥＬの逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流の影響を排除して、各画素ＰＩ
ＸのトランジスタＴｒ１３本来の電流増幅率βのばらつきを補正するための補正データΔ
βを取得することができる。
【０１２６】
　このカソード電圧取得動作及び特性パラメータ取得動作からなる一連の処理動作を含む
第１の手法は、主に、例えば表示装置の工場出荷時等の素子特性（発光特性、駆動特性、
電流特性等を含む）の経時劣化が生じていない初期状態に実行される。
【０１２７】
　図１１は、本実施形態に係る特性パラメータ取得動作（補正データΔβの取得動作）に
適用される第１の手法における処理動作を説明するためのフローチャートである。図１２
は、図１１に示した第１の手法における処理動作を説明するための、カソード電圧ＥＬＶ
ＳＳを変えたときのデータライン電圧の変化（過渡曲線）の一例を示す図である。
【０１２８】
　第１の手法における処理動作は、図１１に示すように、まず、ステップＳ１０１におい
て、カソード電圧取得動作のための特定の緩和時間ｔｃで、上述したオートゼロ法を用い
てデータライン電圧Ｖｄの検出動作を実行する。すなわち、選択状態に設定された画素Ｐ
ＩＸに接続されたデータラインＬｄに所定の検出用電圧Ｖdacを印加する。このとき、当
該画素ＰＩＸの有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソードには、カソード電圧ＥＬＶＳＳの初期値と
して、例えば電源電圧ＤＶＳＳと同一の電圧である接地電位ＧＮＤが印加される。そして
、当該データラインＬｄをハイインピーダンス（ＨＺ）状態にして、緩和時間ｔｃだけデ
ータラインＬｄの電位を自然緩和させた後、データライン電圧Ｖｄ（検出電圧Ｖmeas(tc)
）に応じた、デジタルデータからなる検出データｎmeas(tc)を取得する。このような検出
データｎmeas(tc)の取得動作を、表示パネル１１の全ての画素ＰＩＸについて実行する。
ここで、第１の処理動作に適用される緩和時間ｔｃは、上記（１１）、（１２）式に基づ
いて、次の（２２）式に示すような関係を有する値に設定される。
【０１２９】
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【数１３】

【０１３０】
　次いで、ステップＳ１０２において、全画素ＰＩＸについて取得された検出データｎme

as(tc)の度数分布から、その平均値（又はピーク値）、又は、最大値、あるいは平均値と
最大値の間の特定検出データｎmeas_m(tc)を抽出する。ここで、検出データｎmeas(tc)の
度数分布は、全画素ＰＩＸのうち、極一部の画素ＰＩＸのみが、逆バイアス電圧の印加に
伴うリーク電流の影響を大きく受けるが、その他のほとんどの画素ＰＩＸではその影響が
比較的小さいので、極めて狭い検出データの範囲（すなわち電圧範囲）に度数が集中する
。このため、特定検出データｎmeas_m(tc)は、逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流の
影響を殆ど受けていない値となる。
【０１３１】
　次いで、ステップＳ１０３において、上記ステップＳ１０２により抽出された特定検出
データｎmeas_m(tc)を図６に示したカソード電圧制御回路１５０に入力することにより、
Ｄ／Ａコンバータ１５１により、当該デジタル値からなる特定検出データｎmeas_m(tc)が
アナログ信号電圧に変換され、さらに、フォロワアンプ１５２により、所定の電圧レベル
に増幅されて共通電極Ｅｃに印加される。これにより、カソード電圧ＥＬＶＳＳの電圧が
上記の特定検出データｎmeas_m(tc)に対応する電圧値を有する、負極性の電圧レベルに設
定される。すなわち、カソード電圧ＥＬＶＳＳの電圧は、上記の検出電圧Ｖmeas(tc)と同
じ極性を有し、電源ラインＬａと共通電極Ｅｃの間の電位差の絶対値が、電源ラインＬａ
とデータラインＬｄのデータドライバ１４０側の一端との間の電位差の絶対値の平均値、
又は、最大値、あるいは平均値と最大値の間となる値に設定されている。
【０１３２】
　次いで、ステップＳ１０４において、上述したオートゼロ法を用いた特性パラメータ取
得動作に基づいて、各画素ＰＩＸの特性パラメータ（少なくとも、電流増幅率βのばらつ
きを補正するための補正データΔβ）を取得する。すなわち、選択状態に設定された画素
ＰＩＸに接続されたデータラインＬｄに所定の検出用電圧Ｖdacを印加する。このとき、
当該画素ＰＩＸの有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソードには、上述したステップＳ１０２により
抽出された特定検出データｎmeas_m(tc)に対応する電圧が印加される。これにより、デー
タライン電圧Ｖｄを検出する際に、各画素ＰＩＸの有機ＥＬ素子ＯＥＬには、殆ど逆バイ
アス電圧が印加されないことになる。その後、当該データラインＬｄをハイインピーダン
ス（ＨＺ）状態にして、所定の緩和時間ｔ３でデータライン電圧Ｖｄ（検出電圧Ｖmeas(t

3)）を検出して、検出データｎmeas(t3)を取得する動作を実行する。このようにして取得
された検出データｎmeas(t3)を用いて、上記（１１）～（２１）式に基づいて、各画素Ｐ
ＩＸの特性パラメータ（補正データΔβ）が算出される。
【０１３３】
　ここで、図１１に示したような第１の手法における処理動作を実行した場合において、
カソード電圧ＥＬＶＳＳを変えたときのデータライン電圧Ｖｄの変化について、図１２を
参照して説明する。図１２は、特性パラメータ取得動作において、検出用電圧Ｖdacとし
て例えば－８．３ＶをデータラインＬｄに印加した後、ハイインピーダンス状態にした場
合のデータライン電圧Ｖｄの変化を示す過渡曲線である。ここで、図１２に示すデータラ
イン電圧測定期間は上記の緩和時間ｔｃに対応するものである。
【０１３４】
　図１２において点線で示した曲線ＳＰＡ０は、画素ＰＩＸの有機ＥＬ素子ＯＥＬに逆バ
イアス電圧の印加に伴うリーク電流がない状態のデータライン電圧Ｖｄの変化（理想値）
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を示す。すなわち、曲線ＳＰＡ０は、図９に示した過渡曲線に対応する。この場合のデー
タライン電圧Ｖｄは、図１２に示すように、時間の経過とともに検出用電圧Ｖdacから徐
々に上昇して、概ね２．０msecが経過した時点で、トランジスタＴｒ１３のドレイン側の
電圧（電源ラインＬａの電源電圧ＤＶＳＳ（＝Ｖ０＝ＧＮＤ））からトランジスタＴｒ１
３のしきい値電圧Ｖth分を差し引いた電圧（Ｖ０－Ｖth；例えば概ね－２．２Ｖ）に収束
する（自然緩和）。ここで、このような自然緩和により、データライン電圧Ｖｄが収束す
る電圧値は、トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthにほぼ等しい。
【０１３５】
　一方、図１２において細線で示した曲線ＳＰＡ１は、有機ＥＬ素子ＯＥＬに逆バイアス
電圧の印加に伴うリーク電流があるときに、有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソードに接地電位Ｇ
ＮＤ（＝０Ｖ）からなるカソード電圧ＥＬＶＳＳを印加した場合のデータライン電圧Ｖｄ
の変化を示す。すなわち、曲線ＳＰＡ１は、有機ＥＬ素子ＯＥＬに概ね－８．３Ｖの逆バ
イアス電圧が印加された場合の過渡曲線を示している。この場合のデータライン電圧Ｖｄ
は、図１２に示すように、時間の経過とともに検出用電圧Ｖdacから徐々に上昇し、曲線
ＳＰＡ０における収束電圧（≒しきい値電圧Ｖth）よりも高い特定の電圧に収束する傾向
を示す。具体的には、トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthに関わるドレイン電流Ｉ
ｄに加え、有機ＥＬ素子ＯＥＬに印加される逆バイアス電圧に伴うリーク電流Ｉlkがデー
タラインＬｄに流れるため、データライン電圧Ｖｄは、曲線ＳＰＡ０における収束電圧よ
りもリーク電流Ｉlkに起因する電圧成分だけ高い電圧に収束する。なお、図１２において
、カソード電圧ＥＬＶＳＳを接地電位ＧＮＤ（＝０Ｖ）に設定した場合のリーク電流Ｉlk
は１０Ａ／ｍ２であった。上記のステップＳ１０１において検出されるデータライン電圧
Ｖｄは、上記の逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流がないとき（曲線ＳＰＡ０）のデ
ータライン電圧Ｖｄと、逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流があるとき（曲線ＳＰＡ
１）のデータライン電圧Ｖｄとを含むものとなる。そして、逆バイアス電圧の印加に伴う
リーク電流があるときのデータライン電圧Ｖｄの電圧値の絶対値は、リーク電流がないと
きのデータライン電圧Ｖｄの電圧値の絶対値より小さくなる。
【０１３６】
　一方、図１２において太線で示した曲線ＳＰＡ２は、第１の手法に対応したものである
。すなわち、有機ＥＬ素子ＯＥＬに逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流があるときに
、有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソードに－２Ｖのカソード電圧ＥＬＶＳＳを印加した場合のデ
ータライン電圧Ｖｄの変化を示す。ここで、カソード電圧ＥＬＶＳＳに設定される－２Ｖ
は、上記ステップＳ１０２で抽出された特定検出データｎmeas_m(tc)に対応する電圧値で
ある。すなわち、曲線ＳＰＡ２は、有機ＥＬ素子ＯＥＬに概ね－６．３Ｖの逆バイアス電
圧が印加された場合の過渡曲線を示している。この場合のデータライン電圧Ｖｄは、図１
２に示すように、時間の経過とともに検出用電圧Ｖdacから急峻に上昇し、曲線ＳＰＡ０
における収束電圧（≒しきい値電圧Ｖth）と略同等の電圧に収束する傾向を示す。すなわ
ち、カソード電圧ＥＬＶＳＳを、特定検出データｎmeas_m(tc)に対応する値を有する－２
Ｖに設定することにより、データライン電圧Ｖｄを検出する際に、各画素ＰＩＸの有機Ｅ
Ｌ素子ＯＥＬに殆ど逆バイアス電圧が印加されなくなるため、データライン電圧Ｖｄへの
リーク電流Ｉlkの影響を排除することができるのである。
【０１３７】
　図１３は、本実施形態に係る特性パラメータ取得動作（補正データΔβの取得動作）を
含む第１の手法における処理動作の概略を示すフローチャートである。図１４は、図１３
に示した第１の手法における処理動作でのデータライン電圧の変化（過渡曲線）の一例を
示す図である。ここで、上述した説明と同等の処理動作や電圧変化については、その説明
を簡略化する。
【０１３８】
　第１の手法における処理動作は、図１３に示すように、まず、ステップＳ２０１におい
て、電流増幅率βのばらつきを補正するための補正データΔβを取得するための、通常の
特性パラメータ取得動作と同様に、上述の緩和時間ｔｃと同等の緩和時間ｔｄで、オート
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ゼロ法を用いてデータライン電圧Ｖｄの検出動作を実行する。すなわち、選択状態に設定
された画素ＰＩＸに接続されたデータラインＬｄに所定の検出用電圧Ｖdacを印加する。
このとき、当該画素ＰＩＸの有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソードには、カソード電圧ＥＬＶＳ
Ｓとして、例えば電源電圧ＤＶＳＳと同一の電圧である接地電位ＧＮＤを、初期電圧とし
て印加する。なお、この電圧ＥＬＶＳＳの初期電圧は、電源電圧ＤＶＳＳと同電位の電圧
に限るものではなく、電圧ＥＬＶＳＳが電源電圧ＤＶＳＳより低い電位を有し、電源電圧
ＤＶＳＳと電圧ＥＬＶＳＳとの電位差が、有機ＥＬ素子ＯＥＬが発光を開始する発光閾値
電圧より小さい値となる電圧値に設定されているものであってもよい。そして、当該デー
タラインＬｄをハイインピーダンス（ＨＺ）状態にして、緩和時間ｔｄだけデータライン
Ｌｄの電位を自然緩和させた後、データライン電圧Ｖｄ（検出電圧Ｖmeas(tｄ)）に応じ
た、デジタルデータからなる検出データｎmeas(tｄ)を取得する。このような検出データ
ｎmeas(tｄ)の取得動作を、表示パネル１１の全ての画素ＰＩＸについて実行する。
【０１３９】
　次いで、ステップＳ２０２において、全画素ＰＩＸについて取得された検出データｎme

as(td)の度数分布から、その平均値（ピーク値）、又は、最大値、あるいは平均値と最大
値の間の特定検出データｎmeas_m(td)を抽出する。ここで、検出データｎmeas(td)の度数
分布（検出電圧Ｖmeas(t)のデジタル値に対する頻度；ヒストグラム）は、極一部の画素
ＰＩＸは、素子特性のばらつきにより逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流の影響を大
きく受け、上記分布が集中するデジタル値の範囲よりも低い電圧領域に分布する傾向を示
すが、ほとんどの画素ＰＩＸが極めて狭いデジタル値の範囲（すなわち電圧範囲）に集中
する傾向を示すため、特定検出データｎmeas_m(td)は逆バイアス電圧の印加に伴うリーク
電流の影響を殆ど受けていない値となる。
【０１４０】
　次いで、ステップＳ２０３において、上記ステップＳ２０２により抽出された特定検出
データｎmeas_m(td)に対応する電圧値をカソード電圧ＥＬＶＳＳに設定する。
　次いで、ステップＳ２０４において、上述したオートゼロ法を用いた特性パラメータ取
得動作に基づいて、緩和時間を上述の緩和時間ｔ3に設定して、各画素ＰＩＸの電流増幅
率βのばらつきを補正するための補正データΔβを取得する特性パラメータ取得動作を実
行する。すなわち、選択状態に設定された画素ＰＩＸに接続されたデータラインＬｄに所
定の検出用電圧Ｖdacを印加する。このとき、当該画素ＰＩＸの有機ＥＬ素子ＯＥＬのカ
ソードには、上述したステップＳ２０２により抽出された特定検出データｎmeas_m(td)に
対応する電圧が印加される。その後、当該データラインＬｄをハイインピーダンス（ＨＺ
）状態にして、所定の緩和時間ｔ３でデータライン電圧Ｖｄ（検出電圧Ｖmeas(t3)）を検
出して、検出データｎmeas(t3)を取得する動作を実行する。このようにして取得された検
出データｎmeas(t3)を用いて、上記（１１）～（２１）式に基づいて、各画素ＰＩＸの特
性パラメータ（補正データΔβ）が算出される。このような補正データΔβの取得処理は
、図５に示したコントローラ１６０の補正データ取得機能回路１６６において実行される
。
【０１４１】
　ここで、図１３に示したような第１の手法における処理動作を実行した場合の、データ
ライン電圧Ｖｄの変化について、図１４を参照して説明する。図１４は、特性パラメータ
取得動作において、検出用電圧Ｖdacとして例えば－４．７ＶをデータラインＬｄに印加
した後、ハイインピーダンス状態にした場合のデータライン電圧Ｖｄの変化を示す過渡曲
線である。ここで、図１４に示すデータライン電圧測定期間は上記の緩和時間ｔ3に対応
するものである。
【０１４２】
　図１４において点線で示した曲線ＳＰＢ０は、図１２に示した曲線ＳＰＡ０と同様に、
画素ＰＩＸの有機ＥＬ素子ＯＥＬに逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流がない状態の
データライン電圧Ｖｄの変化（理想値）を示す。この場合のデータライン電圧Ｖｄは、図
１４に示すように、時間の経過とともに検出用電圧Ｖdacから徐々に上昇して、概ね０．
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３３msecが経過した時点で、経時変化したトランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthにほ
ぼ等しい電圧（例えば－３．１Ｖ）に収束する（自然緩和）。
【０１４３】
　一方、図１４において太線で示した曲線ＳＰＢ２は、第１の処理動作に対応したもので
ある。すなわち、有機ＥＬ素子ＯＥＬに逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流があると
きに、有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソードに－３Ｖのカソード電圧ＥＬＶＳＳを印加した場合
のデータライン電圧Ｖｄの変化を示す。ここで、カソード電圧ＥＬＶＳＳに設定される－
３Ｖは、上記ステップＳ２０２により抽出された特定検出データｎmeas_m(td)に対応する
電圧値である。すなわち、曲線ＳＰＢ２は、有機ＥＬ素子ＯＥＬに概ね－１．７Ｖの逆バ
イアス電圧が印加された場合の過渡曲線を示している。なお、図１４において、有機ＥＬ
素子ＯＥＬのリーク電流Ｉlkは、カソード電圧ＥＬＶＳＳを接地電位ＧＮＤ（＝０Ｖ）に
設定した場合に１０Ａ／ｍ２であった。この場合のデータライン電圧Ｖｄは、図１４に示
すように、時間の経過とともに検出用電圧Ｖdacから急峻に上昇し、曲線ＳＰＢ０におけ
る収束電圧（≒しきい値電圧Ｖth）と略同等の電圧に収束する傾向を示す。すなわち、カ
ソード電圧ＥＬＶＳＳを、上述した特定検出データｎmeas_m(td)に対応する電圧値である
－３Ｖに設定することにより、有機ＥＬ素子ＯＥＬに逆バイアス電圧の印加に伴うリーク
電流があっても、その影響を排除している。
【０１４４】
　図１４において細線で示した曲線ＳＰＢ１は、比較のために示したものであり、図１２
に示した曲線ＳＰＡ１と同様に、有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソードに接地電位ＧＮＤ（＝０
Ｖ）からなるカソード電圧ＥＬＶＳＳを印加した場合のデータライン電圧Ｖｄの変化を示
している。すなわち、曲線ＳＰＢ１は、有機ＥＬ素子ＯＥＬに概ね－４．７Ｖの逆バイア
ス電圧が印加された場合の過渡曲線を示している。この場合のデータライン電圧Ｖｄは、
図１４に示すように、時間の経過とともに検出用電圧Ｖdacから急峻に上昇し、逆バイア
ス電圧の印加に伴うリーク電流の影響により、曲線ＳＰＢ０における収束電圧（≒しきい
値電圧Ｖth）よりも高い特定の電圧に収束する傾向を示す。本実施形態においては、この
ような有機ＥＬ素子ＯＥＬの逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流の影響を排除するこ
とができる。
【０１４５】
　すなわち、上述したように、図１２、図１４は、オートゼロ法を用いてデータライン電
圧Ｖｄを検出する際の、緩和時間に対するカソード電位依存性を表している。そして、こ
のカソード電位依存性から、有機ＥＬ素子ＯＥＬにおける逆バイアス電圧の印加に伴うリ
ーク電流Ｉlkが大きいほど、データライン電圧Ｖｄはカソード電圧ＥＬＶＳＳに向かって
漸近する傾向を示す。また、この場合、リーク電流Ｉlkが大きいほど、データライン電圧
Ｖｄは早く収束する傾向を示す。
【０１４６】
　したがって、画像データの補正動作時（特に、電流増幅率βのばらつき補正時）に、各
画素ＰＩＸの有機ＥＬ素子ＯＥＬに印加するカソード電圧ＥＬＶＳＳを、絶対値がトラン
ジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthの平均値、又は、最大値、あるいは平均値と最大値の
間の値を有する、負極性の電圧レベルに設定することにより、データライン電圧Ｖｄを取
得する際に、各画素ＰＩＸの有機ＥＬ素子ＯＥＬには、殆ど逆バイアス電圧が印加されな
くなる。これにより、リーク電流の影響を排除して、適切な画像データの補正を実現する
ことができる。
【０１４７】
　具体的には、ステップＳ２０４の特性パラメータ取得動作において、ステップＳ２０２
において抽出された特定検出データｎmeas_m(td)に対応する電圧値をカソード電圧ＥＬＶ
ＳＳに設定した場合、全画素ＰＩＸについて取得された検出データｎmeas(t3)の度数分布
は、トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthに関連する、極めて狭いデジタル値の範囲
に略全てのデータが集中する傾向を示す。これは、逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電
流に起因する分布が排除されることを意味する。
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【０１４８】
　そこで、本実施形態に係る補正データΔβを取得するための特性パラメータ取得動作を
含む第１の手法においては、カソード電圧ＥＬＶＳＳの電圧を、当該特性パラメータ取得
動作に先立って（事前に）実行されるカソード電圧取得動作により抽出された特定検出デ
ータｎmeas_m(td)に対応する電圧値に設定する。これにより、各画素ＰＩＸの有機ＥＬ素
子ＯＥＬの逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流の影響を排除して、画像データを適切
に補正することができる。こうして取得した全画素ＰＩＸの検出データｎmeas(t)の度数
分布は、有機ＥＬ素子ＯＥＬの逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流の影響を受けた異
常値が排除されたものとなるが、これは、カソード電圧取得動作において取得された検出
データｎmeas(tｄ)から有機ＥＬ素子ＯＥＬの逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流の
影響を受けた異常値を除いたものと概ね同じとなる。しかし、このようにした場合でも、
例えば（駆動制御素子）Ｔｒ１３の特性が異常である場合には、それに対応する異常値を
有する検出データｎmeas(tｄ)は除かれることはない。したがって、本実施形態によれば
、有機ＥＬ素子ＯＥＬの逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流の影響を受けずに、（駆
動制御素子）Ｔｒ１３の特性が正常であるか否かを正確に判別することもできる。
【０１４９】
　＜第２の手法＞
　次に、上記トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthの変動を補正するための補正デー
タｎth（第１の特性パラメータ）を取得する特性パラメータ取得動作に適用される、有機
ＥＬ素子ＯＥＬの逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流の影響を排除する第２の手法に
ついて、図面を参照して具体的に説明する。この第２の手法を適用した特性パラメータ取
得動作は、表示装置の工場出荷時等の素子特性の経時劣化が生じていない初期状態、及び
、表示装置の動作時間が経過して、駆動制御素子のしきい値電圧Ｖthが経時劣化によって
変動したような、経時状態において実行される。
【０１５０】
　補正データｎthを取得するための、この第２の手法を適用した特性パラメータ取得動作
においては、上述したオートゼロ法においてデータライン電圧Ｖｄの検出動作を実行する
際に、各画素ＰＩＸの有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソードに、データラインＬｄに印加される
検出用電圧Ｖdacと同等の電圧値のカソード電圧ＥＬＶＳＳが印加される。
【０１５１】
　また、図９を用いて説明したオートゼロ法の基本的な考え方においては、トランジスタ
Ｔｒ１３のしきい値電圧Ｖthの変動を補正するための補正データｎthを取得する手法とし
て、データラインＬｄに検出用電圧Ｖdacを印加し、自然緩和によりデータライン電圧Ｖ
ｄが収束するまでの緩和時間ｔ（＝ｔ０、ｔ１、ｔ２）が経過した後に、検出電圧Ｖmeas
(t)を測定する。そのため、上述したオートゼロ法においては、データライン電圧Ｖｄの
自然緩和のためにある程度の時間を必要としていた。これに対し、この第２の手法を適用
した特性パラメータ取得動作は、上記補正データｎthを取得する際に、自然緩和によりデ
ータライン電圧Ｖｄが収束するより前のデータライン電圧Ｖｄを取得し、取得したデータ
ライン電圧Ｖｄに基づいて補正データｎthを取得することにより、リーク電流の影響を排
除することに加え、検出電圧Ｖmeas(t)の測定動作に係る所要時間を短縮することができ
るものである。
【０１５２】
　図１５は、特性パラメータ取得動作（補正データｎthの取得動作）に適用される第２の
手法を説明するための、カソード電圧ＥＬＶＳＳを変えたときのデータライン電圧の変化
の一例を示す図（過渡曲線）である。図１５（ａ）は、緩和時間ｔが０．００～１．００
msecの範囲におけるデータライン電圧の変化を示し、図１５（ｂ）は、図１５（ａ）に示
した過渡曲線のうち、緩和時間ｔが０．００～０．０５msecの範囲におけるデータライン
電圧の変化を示す。ここでは、特性パラメータ取得動作において、検出用電圧Ｖdacとし
て例えば－５．５ＶをデータラインＬｄに印加した場合のデータライン電圧Ｖｄの変化を
示す。
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【０１５３】
　図１５（ａ）において点線で示した曲線ＳＰＣ０は、図１２に示した曲線ＳＰＡ０及び
図１４に示した曲線ＳＰＢ０と同様に、画素ＰＩＸの有機ＥＬ素子ＯＥＬに逆バイアス電
圧の印加に伴うリーク電流がない状態のデータライン電圧Ｖｄの変化（理想値）を示す。
【０１５４】
　一方、図１５（ａ）において細線で示した曲線ＳＰＣ１は、図１２に示した曲線ＳＰＡ
１及び図１４に示した曲線ＳＰＢ１と同様に、有機ＥＬ素子ＯＥＬに逆バイアス電圧の印
加に伴うリーク電流があるときに、有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソードに接地電位ＧＮＤ（＝
０Ｖ）からなるカソード電圧ＥＬＶＳＳを印加した場合のデータライン電圧Ｖｄの変化を
示す。すなわち、曲線ＳＰＣ１は、有機ＥＬ素子ＯＥＬに概ね－５．５Ｖの逆バイアス電
圧が印加された場合の過渡曲線を示している。この場合のデータライン電圧Ｖｄは、図１
５（ａ）に示すように、時間の経過とともに検出用電圧Ｖdacから急峻に上昇し、常に曲
線ＳＰＣ０における過渡曲線よりも高い電圧で変化する傾向を示した。
【０１５５】
　これに対して、図１５（ａ）において太線で示した曲線ＳＰＣ２は、第２の手法に対応
したものである。すなわち、有機ＥＬ素子ＯＥＬに逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電
流があるときに、有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソードに、データラインＬｄに印加される検出
用電圧Ｖdacと同電位のカソード電圧ＥＬＶＳＳを印加した場合のデータライン電圧Ｖｄ
の変化を示す。すなわち、曲線ＳＰＣ２は、データラインＬｄに検出用電圧Ｖdacを印加
した直後の時点において有機ＥＬ素子ＯＥＬの両端の電位差（バイアス）がゼロに設定さ
れて、リーク電流が流れない状態にしたときの過渡曲線を示している。この場合のデータ
ライン電圧Ｖｄは、図１５（ａ）に示すように、時間の経過とともに検出用電圧Ｖdacか
ら急峻に上昇し、常に曲線ＳＰＣ０における過渡曲線よりも低い電圧で変化するとともに
、曲線ＳＰＣ０よりも短い緩和時間で特定の電圧に収束する傾向を示した。このとき、カ
ソード電圧ＥＬＶＳＳが検出用電圧Ｖdacと同電位に設定されているため、データライン
Ｌｄに検出用電圧Ｖdacを印加した直後の時点においては、上記のように有機ＥＬ素子Ｏ
ＥＬの両端の電位差はゼロとなっている。しかし、緩和時間の経過とともにデータライン
Ｌｄの電位は上昇していき、接点Ｎ１２の電位も上昇していく。そのため、緩和時間の経
過とともに有機ＥＬ素子ＯＥＬのアノードの電位がカソードの電位より高くなっていく。
しかしながら、後述するように、この第２の処理動作においては、データラインＬｄの電
圧を検出する緩和時間を、１～５０μsec程度の短い時間に設定している。このため、こ
の緩和時間が経過した時点での有機ＥＬ素子ＯＥＬの両端間の順バイアス電圧は０．１Ｖ
程度である。そして、この状態では有機ＥＬ素子ＯＥＬには順方向電流は殆ど流れないた
め、データラインＬｄ電圧の検出に対して、有機ＥＬ素子ＯＥＬの両端間に順バイアス電
圧が印加されることの影響は無視できるものである。
【０１５６】
　次いで、図１５（ａ）に示した過渡曲線において、データラインＬｄに所定の検出用電
圧Ｖdacを印加した後、ハイインピーダンス（ＨＺ）状態に設定した直後のデータライン
電圧Ｖｄの変化について、図１５（ｂ）を用いて詳しく検証する。図１５（ｂ）に示すよ
うに、例えば０．００～概ね０．０２msec（２０μsec）の緩和時間におけるデータライ
ン電圧Ｖｄの変化（曲線ＳＰＣ２）は、リーク電流が生じていない状態における理想値を
示す曲線ＳＰＣ０に略一致した挙動を示すことがわかる。さらに、曲線ＳＰＣ２とＳＰＣ
０について、緩和時間０．０５msec（５０μsec）後のデータライン電圧Ｖｄの電圧値を
比較した場合であっても、その電圧差は０．０１Ｖ（１０ｍＶ）程度の差異しか生じず、
その挙動は極めて近似していることがわかる。ここで、ＤＡＣ／ＡＤＣ回路１４４のＡＤ
Ｃ４３（ｊ）が例えば８ビット構成である場合、１０Ｖ振幅での1ビット幅は１０Ｖ／２
５６であって、３９ｍＶである。上記の電圧差がこの１ビット幅の電圧より小さければデ
ジタル変換後のデジタルデータは同じであることから、上記の緩和時間としては、上記の
電圧差がこの１ビット幅の電圧より小さくなる時間とすればよい。このことから、緩和時
間を０．０５msec（５０μsec）程度までの時間に設定した場合には、カソード電圧ＥＬ
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ＶＳＳを、データラインＬｄに印加される検出用電圧Ｖdacと同一の電圧値に設定するこ
とにより、データライン電圧Ｖｄへのリーク電流Ｉlkの影響を排除することができる。
【０１５７】
　具体的には、有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソードに、データラインＬｄに印加される検出用
電圧Ｖdacと同一の電圧値のカソード電圧ＥＬＶＳＳを印加するとともに、検出用電圧Ｖd
acを印加してハイインピーダンス（ＨＺ）状態に設定した直後のデータライン電圧Ｖｄの
挙動（曲線ＳＰＣ２の初期挙動）は、（２３）式のように定義することにより、次の（２
４）式で表すことができる。ここで、（２３）式においては、図１０に示した有機ＥＬ素
子ＯＥＬのカソードからアノード及びデータラインＬｄ方向に流れるリーク電流Ｉlkを、
有機ＥＬ素子ＯＥＬの抵抗Ｒを用いて表した。また、（２４）式においては、曲線ＳＰＣ
２とＳＰＣ０のデータライン電圧Ｖｄの挙動が略一致又は近似する範囲の緩和時間ｔを便
宜的にｔｘと表記した。
【０１５８】
【数１４】

【０１５９】
【数１５】

【０１６０】
　（２４）式において、σ項は、リーク電流が１０Ａ／ｍ２程度ある場合であっても、上
述したように緩和時間ｔｘが０．０５msec（５０μsec）程度までの範囲であれば無視す
ることができる程度に小さい。よって、緩和時間ｔが０．０５msec（５０μsec）程度ま
での範囲では、（２４）式は、次の（２５）式のような直線として表すことができる。こ
こで、図１５（ｂ）に示した太点線で示した特性線ＳＰＣ３は、（２５）式の挙動を示す
直線であり、リーク電流が生じていない状態における理想値を示す曲線ＳＰＣ０に極めて
近似している。
【０１６１】
【数１６】

【０１６２】
　上記（２５）式において、電圧Ｖ０及び検出用電圧Ｖdacは、予め電圧値が設定されて
おり、また、パラメータβ／Ｃは、初期状態において測定可能な既知の値である。したが
って、上記（２５）式を用いて、トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthを求めること
により、仮に当該しきい値電圧Ｖthが変動を生じた後であっても、有機ＥＬ素子ＯＥＬの
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リーク電流の影響をほとんど受けることなく、かつ、上述したオートゼロ法の基本手法に
比較して極めて短い緩和時間（概ね５０μsec程度）で正確なしきい値電圧Ｖthを測定す
ることができる。
【０１６３】
　そして、補正データｎthは、次の（２６）式のように定義することにより、（２０）式
及び上記（２５）式に基づいて、平方根関数（sqrt関数）を用いた（２７）式で表すこと
ができる。これにより、上述したオートゼロ法の基本手法に示した（１８）式に替えて、
（２７）式を用いて補正データｎthを算出することができる。このような補正データｎth

の取得処理は、図５に示したコントローラ１６０の補正データ取得機能回路１６６及びＶ
th補正データ生成回路１６７において実行される。
【０１６４】
【数１７】

【０１６５】
【数１８】

【０１６６】
　次に、上記の第１及び第２の手法に係わる特性パラメータ取得動作について、図５に示
した装置構成に関連付けて説明する。ここで、第１の手法において実行されるカソード電
圧取得動作は、特性パラメータ取得動作と略同等の処理手順を有するものであるので、以
下の説明においては、特性パラメータ取得動作を中心に具体的に説明する。
【０１６７】
　特性パラメータ取得動作においては、各画素ＰＩＸの駆動トランジスタであるトランジ
スタＴｒ１３におけるしきい値電圧Ｖthの変動を補正するための補正データｎthと、各画
素ＰＩＸにおける電流増幅率βのばらつきを補正するための補正データΔβを取得する。
【０１６８】
　図１６は、本実施形態に係る表示装置における特性パラメータ取得動作を示すタイミン
グチャートである。図１７は、本実施形態に係る表示装置における検出用電圧印加動作を
示す動作概念図であり、図１８は、本実施形態に係る表示装置における自然緩和動作を示
す動作概念図であり、図１９は、本実施形態に係る表示装置における電圧検出動作を示す
動作概念図であり、図２０は、本実施形態に係る表示装置における検出データ送出動作を
示す動作概念図である。ここで、図１７～図２０おいては、データドライバ１４０の構成
として、図示の都合上、シフトレジスタ回路１４１を省略して示す。また、図２１は、本
実施形態に係る表示装置における補正データ算出動作を示す機能ブロック図である。
【０１６９】
　本実施形態に係る特性パラメータ（補正データｎth、Δβ）取得動作においては、図１
６に示すように、所定の特性パラメータ取得期間Ｔcpr内に、各行の画素ＰＩＸごとに、
検出用電圧印加期間Ｔ101と、緩和期間Ｔ102と、電圧検出期間Ｔ103と、検出データ送出
期間Ｔ104と、が含まれるように設定されている。ここで、緩和期間Ｔ102は、上述した緩
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和時間ｔに対応し、図１６においては、図示の都合上、緩和時間ｔを特定の時間に設定し
た場合について示した。ここで、緩和時間ｔは、上述したように、補正データΔβを取得
するために事前に実行されるカソード電圧取得動作においては時間ｔdに設定され、また
、補正データΔβを取得するための特性パラメータ取得動作においては時間ｔ３に設定さ
れ、また、補正データｎthを取得するための特性パラメータ取得動作においては時間ｔｘ

に設定される。したがって、実際には、例えば緩和期間Ｔ102として所定の緩和時間ｔ（
＝ｔd又はｔ３又はｔｘ）を設定した状態で、検出電圧印加動作（検出用電圧印加期間Ｔ1

01）、自然緩和動作（緩和期間Ｔ102）、電圧検出動作（電圧検出期間Ｔ103）及び検出デ
ータ送出動作（検出データ送出期間Ｔ104）からなる一連の処理動作が、各補正データｎt

h、Δβの取得動作、及び、カソード電圧の取得動作ごとに個別に実行される。
【０１７０】
　まず、検出用電圧印加期間Ｔ101においては、図１６、図１７に示すように、特性パラ
メータ取得動作の対象となっている画素ＰＩＸ（図では１行目の画素ＰＩＸ）が選択状態
に設定される。すなわち、当該画像ＰＩＸが接続された選択ラインＬｓに対して、選択ド
ライバ１２０から選択レベル（ハイレベル；Ｖgh）の選択信号Ｓselが印加されるととも
に、電源ラインＬａに対して、電源ドライバ１３０からローレベル（非発光レベル；ＤＶ
ＳＳ＝接地電位ＧＮＤ）の電源電圧Ｖsaが印加される。このとき、有機ＥＬ素子ＯＥＬの
カソードが接続された共通電極Ｅｃには、補正データΔβを取得するための特性パラメー
タ取得動作においては、事前に実行されたカソード電圧取得動作により取得された、全画
素ＰＩＸに対する検出データｎmeas(td)の平均値又は最大値、あるいは平均値と最大値の
間の値となる特定検出データｎmeas_m(td)に対応する電圧値のカソード電圧ＥＬＶＳＳが
、カソード電圧制御回路１５０から印加される。また、補正データｎthを取得するための
特性パラメータ取得動作においては、後述する検出用電圧Ｖdacと同一の電圧値のカソー
ド電圧ＥＬＶＳＳが、カソード電圧制御回路１５０から共通電極Ｅｃに印加される。なお
、表示装置の初期状態において実行されるカソード電圧取得動作においては、カソード電
圧ＥＬＶＳＳとして接地電位ＧＮＤが印加される。
【０１７１】
　この選択状態において、コントローラ１６０から供給される切換制御信号Ｓ１に基づい
て、データドライバ１４０の出力回路１４５に設けられたスイッチＳＷ１がオン動作する
ことにより、データラインＬｄ（ｊ）とＤＡＣ／ＡＤＣ１４４のＤＡＣ４２（ｊ）が接続
される。また、コントローラ１６０から供給される切換制御信号Ｓ２、Ｓ３に基づいて、
出力回路１４５に設けられたスイッチＳＷ２がオフ動作するとともに、スイッチＳＷ４の
接点Ｎｂに接続されたスイッチＳＷ３がオフ動作する。また、コントローラ１６０から供
給される切換制御信号Ｓ４に基づいて、データラッチ回路１４３に設けられたスイッチＳ
Ｗ４は接点Ｎａに接続設定され、切換制御信号Ｓ５に基づいて、スイッチＳＷ５は接点Ｎ
ａに接続設定される。
【０１７２】
　そして、データドライバ１４０の外部から、所定の電圧値の検出用電圧Ｖdacを生成す
るためのデジタルデータｎｄが供給されて、データレジスタ回路１４２に順次取り込まれ
、各列に対応するスイッチＳＷ５を介してデータラッチ４１（ｊ）に保持される。その後
、データラッチ４１（ｊ）に保持されたデジタルデータｎｄはスイッチＳＷ４を介してＤ
ＡＣ／ＡＤＣ回路１４４のＤＡＣ４２（ｊ）に入力されてアナログ変換され、検出用電圧
Ｖdacとして各列のデータラインＬｄ（ｊ）に印加される。
【０１７３】
　ここで、検出用電圧Ｖdacは、上述したように、上記（１２）式の条件を満たす電圧値
に設定される。本実施形態においては、電源ドライバ１３０から印加される電源電圧ＤＶ
ＳＳが接地電位ＧＮＤに設定されていることから、検出用電圧Ｖdacは負の電圧値に設定
される。なお、検出用電圧Ｖdacを生成するためデジタルデータｎｄは、例えばコントロ
ーラ１６０等に設けられたメモリに予め記憶されている。
【０１７４】
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　これにより、画素ＰＩＸを構成する画素駆動回路ＤＣに設けられたトランジスタＴｒ１
１及びＴｒ１２がオン動作して、ローレベルの電源電圧Ｖsa（＝ＧＮＤ）がトランジスタ
Ｔｒ１１を介してトランジスタＴｒ１３のゲート端子及びキャパシタＣｓの一端側（接点
Ｎ１１）に印加される。また、データラインＬｄ（ｊ）に印加された上記検出用電圧Ｖda
cが、トランジスタＴｒ１２を介してトランジスタＴｒ１３のソース端子及びキャパシタ
Ｃｓの他端側（接点Ｎ１２）に印加される。
【０１７５】
　このように、トランジスタＴｒ１３のゲート・ソース端子間（すなわち、キャパシタＣ
ｓの両端）に、トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthよりも大きな電位差が印加され
ることにより、トランジスタＴｒ１３がオン動作して、この電位差（ゲート・ソース間電
圧Ｖgs）に応じたドレイン電流Ｉｄが流れる。このとき、トランジスタＴｒ１３のドレイ
ン端子の電位（接地電位ＧＮＤ）に対してソース端子の電位（検出用電圧Ｖdac）は低く
設定されているので、ドレインＩｄは電源電圧ラインＬａからトランジスタＴｒ１３、接
点Ｎ１２、トランジスタＴｒ１２及びデータラインＬｄ（ｊ）を介して、データドライバ
１４０方向に流れる。また、これによりトランジスタのＴｒ１３のゲート・ソース端子間
に接続されたキャパシタＣｓの両端には当該ドレイン電流Ｉｄに基づく電位差に対応する
電圧が充電される。
【０１７６】
　このとき、カソード電圧取得動作、及び、補正データΔβを取得するための特性パラメ
ータ取得動作においては、有機ＥＬ素子ＯＥＬのアノード（接点Ｎ１２）には、カソード
（共通電極Ｅｃ）に印加されるカソード電圧ＥＬＶＳＳよりも低い電圧が印加されている
ので、有機ＥＬ素子ＯＥＬには電流が流れず発光動作しない。また、補正データｎthを取
得するための特性パラメータ取得動作においては、有機ＥＬ素子ＯＥＬのアノード（接点
Ｎ１２）には、カソード（共通電極Ｅｃ）に印加されるカソード電圧ＥＬＶＳＳと略同等
の電圧が印加されているので、有機ＥＬ素子ＯＥＬには電流が流れず発光動作しない。
【０１７７】
　次いで、上記検出用電圧印加期間Ｔ101終了後の緩和期間Ｔ102においては、図１６、図
１８に示すように、画素ＰＩＸを選択状態に保持した状態で、コントローラ１６０から供
給される切換制御信号Ｓ１に基づいて、データドライバ１４０のスイッチＳＷ１をオフ動
作させることにより、データラインＬｄ（ｊ）をデータドライバ１４０から切り離すとと
もに、ＤＡＣ４２（ｊ）からの検出用電圧Ｖdacの出力を停止する。また、上述した検出
用電圧印加期間Ｔ101と同様に、スイッチＳＷ２、ＳＷ３はオフ動作し、スイッチＳＷ４
は接点Ｎｂに接続設定され、スイッチＳＷ５は接点Ｎｂに接続設定される。
【０１７８】
　これにより、トランジスタＴｒ１１、Ｔｒ１２はオン状態を保持するため、画素ＰＩＸ
（画素駆動回路ＤＣ）は、データラインＬｄ（ｊ）との電気的な接続状態は保持されるも
のの、当該データラインＬｄ（ｊ）への電圧の印加が遮断されるので、キャパシタＣｓの
他端側（接点Ｎ１２）はハイインピーダンス状態に設定される。
【０１７９】
　この緩和期間Ｔ102においては、上述した検出用電圧印加期間Ｔ101においてキャパシタ
Ｃｓ（トランジスタＴｒ１３のゲート・ソース端子間）に充電された電圧によりトランジ
スタＴｒ１３はオン状態を保持することによりドレイン電流Ｉｄが流れ続ける。そして、
トランジスタＴｒ１３のソース端子側（接点Ｎ１２；キャパシタＣｓの他端側）の電位が
トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthに近づくように徐々に上昇していく。これによ
り、図９、図１２、図１４に示したように、緩和時間tを十分長く設定すると、データラ
インＬｄ（ｊ）の電位もトランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthに収束するように変化
する。ここで、本実施形態においては、上述したように、カソード電圧取得動作、並びに
、補正データΔβ及びｎthを取得するための特性パラメータ取得動作のいずれにおいても
、データライン電圧Ｖｄが収束する以前の、比較的短い時間が経過した時点（タイミング
ｔｃ、ｔ３、ｔｘ）で、後述するようにデータライン電圧Ｖｄを検出するため、緩和期間
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Ｔ102は、図９、図１２、図１４に示した緩和時間（データライン電圧Ｖｄの収束時点の
経過時間）よりも十分短く設定される。
【０１８０】
　なお、この緩和期間Ｔ102においても、有機ＥＬ素子ＯＥＬのアノード（接点Ｎ１２）
の電位は、カソード（共通電極Ｅｃ）に印加されるカソード電圧ＥＬＶＳＳよりも低い電
圧、又は、カソード電圧ＥＬＶＳＳと略同等の電圧が印加されるので、有機ＥＬ素子ＯＥ
Ｌには電流が流れず発光動作しない。
【０１８１】
　次いで、電圧検出期間Ｔ103においては、上記緩和期間Ｔ102において上述した所定の緩
和時間ｔが経過した時点で、図１６、図１９に示すように、画素ＰＩＸを選択状態に保持
した状態で、コントローラ１６０から供給される切換制御信号Ｓ２に基づいて、データド
ライバ１４０のスイッチＳＷ２をオン動作させる。このとき、スイッチＳＷ１、ＳＷ３は
オフ動作し、スイッチＳＷ４は接点Ｎｂに接続設定され、スイッチＳＷ５は接点Ｎｂに接
続設定される。
【０１８２】
　これにより、データラインＬｄ（ｊ）とＤＡＣ／ＡＤＣ１４４のＡＤＣ４３（ｊ）が接
続されて、緩和期間Ｔ102において所定の緩和時間ｔが経過した時点のデータライン電圧
Ｖｄが、スイッチＳＷ２及びバッファ４５（ｊ）を介して、ＡＤＣ４３（ｊ）に取り込ま
れる。ここで、ＡＤＣ４３（ｊ）に取り込まれた、このときのデータライン電圧Ｖｄは、
上記（１１）式に示した検出電圧Ｖmeas(t)に相当する。
【０１８３】
　そして、ＡＤＣ４３（ｊ）に取り込まれた、アナログ信号電圧からなる検出電圧Ｖmeas
(t)は、上記（１４）式に基づいて、ＡＤＣ４３（ｊ）においてデジタルデータからなる
検出データｎmeas(t)に変換されて、スイッチＳＷ５を介してデータラッチ
４１（ｊ）に保持される。
【０１８４】
　次いで、検出データ送出期間Ｔ104においては、図１６、図２０に示すように、画素Ｐ
ＩＸを非選択状態に設定する。すなわち、選択ラインＬｓに対して、選択ドライバ１２０
から非選択レベル（ローレベル；Ｖgl）の選択信号Ｓselが印加される。この非選択状態
において、コントローラ１６０から供給される切換制御信号Ｓ４、Ｓ５に基づいて、デー
タドライバ１４０のデータラッチ４１（ｊ）の入力段に設けられたスイッチＳＷ５は接点
Ｎｃに接続設定され、データラッチ４１（ｊ）の出力段に設けられたスイッチＳＷ４は接
点Ｎｂに接続設定される。また、切換制御信号Ｓ３に基づいて、スイッチＳＷ３をオン動
作させる。このとき、スイッチＳＷ１、Ｓ２は切換制御信号Ｓ１、Ｓ２に基づいてオフ動
作する。
【０１８５】
　これにより、相互に隣接する列のデータラッチ４１（ｊ）がスイッチＳＷ４、ＳＷ５を
介して直列に接続され、スイッチＳＷ３を介して外部メモリ（コントローラ１６０に設け
られたメモリ１６５）に接続される。そして、コントローラ１６０から供給されるデータ
ラッチパルス信号ＬＰに基づいて、各列のデータラッチ４１（ｊ＋１）（図３参照）に保
持された検出データｎmeas(t)が順次隣接するデータラッチ４１（ｊ）に転送される。こ
れにより、１行分の画素ＰＩＸの検出データｎmeas(t)がシリアルデータとしてコントロ
ーラ１６０に出力され、図２１に示すように、コントローラ１６０に設けられたメモリ１
６５の所定の記憶領域に各画素ＰＩＸに対応して記憶される。ここで、各画素ＰＩＸの画
素駆動回路ＤＣに設けられたトランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖthは、各画素ＰＩＸ
における駆動履歴（発光履歴）等により変動量が異なり、また、電流増幅率βも各画素Ｐ
ＩＸにばらつきがあるため、メモリ１６５には、各画素ＰＩＸに固有の検出データｎmeas

(t)が記憶されることになる。
【０１８６】
　そして、本実施形態においては、上述したような各行の画素ＰＩＸに対する特性パラメ
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ータ取得動作（カソード電圧取得動作を含む）を繰り返すことにより、表示パネル１１０
に配列された全画素ＰＩＸの検出データｎmeas(t)がコントローラ１６０のメモリ１５５
に記憶される。
【０１８７】
　なお、上述したカソード電圧取得動作においては、コントローラ１６０内の演算処理回
路により、メモリ１６５に記憶された全画素ＰＩＸ分の検出データｎmeas(t)の平均値を
算出、又は、最大値を抽出した後、当該平均値又は最大値、あるいは平均値と最大値の間
の値となる特定検出データｎmeas_m(t)をカソード電圧制御回路１５０に送出する。これ
により、カソード電圧制御回路１５０が、当該検出データｎmeas(t)に対応した電圧値の
カソード電圧ＥＬＶＳＳを生成し、共通電極Ｅｃを介して各画素ＰＩＸに印加する。
【０１８８】
　次いで、特性パラメータ取得動作においては、メモリ１６５に記憶された各画素ＰＩＸ
の検出データｎmeas(t)に基づいて、各画素ＰＩＸのトランジスタ（駆動トランジスタ）
Ｔｒ１３のしきい値電圧Ｖthを補正するための補正データｎth、及び、電流増幅率βを補
正するための補正データΔβの算出動作を実行する。
【０１８９】
　具体的には、図２１に示すように、まず、コントローラ１６０に設けられた補正データ
取得機能回路１６６に、メモリ１６５に記憶された各画素ＰＩＸごとの検出データｎmeas

 (t)が読み出される。そして、補正データ取得機能回路１６６において、上記（２０）、
（２１）式並びに（２３）～（２７）式に基づいて、補正データΔβ、及び、補正データ
ｎth（具体的には、補正データｎthを規定するＶth補正パラメータｎoffset及び＜ξ＞・
ｔ０）を算出する。算出された補正データΔβ及びＶth補正パラメータｎoffset及び＜ξ
＞・ｔ０は、メモリ１６５の所定の記憶領域に各画素ＰＩＸに対応して記憶される。
【０１９０】
　　（表示動作）
　次に、本実施形態に係る表示装置の表示動作（発光動作）においては、上記補正データ
ｎth、Δβを用いて、画像データを補正し、各画素ＰＩＸを所望の輝度階調で発光動作さ
せる。
【０１９１】
　図２２は、本実施形態に係る表示装置における発光動作を示すタイミングチャートであ
る。図２３は、本実施形態に係る表示装置における画像データの補正動作を示す機能ブロ
ック図であり、図２４は、本実施形態に係る表示装置における補正後の画像データの書込
動作を示す動作概念図であり、図２５は、本実施形態に係る表示装置における発光動作を
示す動作概念図である。ここで、図２４、図２５においては、データドライバ１４０の構
成として、図示の都合上、シフトレジスタ回路１４１を省略して示す。
【０１９２】
　本実施形態に係る表示動作においては、図２２に示すように、各行の画素ＰＩＸに対応
して所望の画像データを生成して書き込む画像データ書込期間Ｔ301と、当該画像データ
に応じた輝度階調で各画素ＰＩＸを発光動作させる画素発光期間Ｔ302と、を含むように
設定されている。
【０１９３】
　画像データ書込期間Ｔ301においては、補正画像データの生成動作と、各画素ＰＩＸへ
の補正画像データの書込動作と、が実行される。補正画像データの生成動作は、コントロ
ーラ１６０において、デジタルデータからなる所定の画像データｎｄに対して、上述した
特性パラメータ取得動作により取得した補正データΔβ及びｎthを用いて補正を行い、補
正処理した画像データ（補正画像データ）ｎd_compをデータドライバ１４０に供給する。
【０１９４】
　具体的には、図２３に示すように、コントローラ１６０の外部から供給される、ＲＧＢ
各色の輝度階調値を含む画像データｎｄに対して、電圧振幅設定機能回路１６２において
、参照テーブル１６１を参照することにより、ＲＧＢの各色成分に対応する電圧振幅を設
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定する。次いで、メモリ１６５に記憶された各画素ごとの補正データΔβが読み出され、
乗算機能回路１６３において、電圧設定された画像データｎｄに対して、読み出した補正
データΔβが乗算処理される（ｎｄ×Δβ）。次いで、メモリ１６５に記憶された補正デ
ータｎthを規定するＶth補正パラメータｎoffset、＜ξ＞・ｔ０、及び、検出データｎme

as(t)が読み出される。上記補正データΔβ、Ｖth補正パラメータｎoffset、＜ξ＞・ｔ

０及び検出データｎmeas(t０)を用いて、上記（２７）式に基づいて、トランジスタＴｒ
１３のしきい値電圧Ｖthを補正する補正データｎthが生成される。次いで、加算機能回路
１６４において、上記乗算処理されたデジタルデータ（ｎｄ×Δβ）に対して、Ｖth補正
データ生成回路１６７により生成された補正データｎthが加算処理される（(ｎｄ×Δβ)
＋ｎth）。以上の一連の補正処理を実行することにより、補正画像データｎd_compが生成
されてデータドライバ１４０に供給される。
【０１９５】
　また、各画素ＰＩＸへの補正画像データの書込動作は、書込み対象となっている画素Ｐ
ＩＸを選択状態に設定した状態で、上記補正画像データｎd_compに応じた階調電圧Ｖdata
を、データラインＬｄ（ｊ）を介して書き込む。具体的には、図２２、図２４に示すよう
に、まず、画像ＰＩＸが接続された選択ラインＬｓに対して、選択レベル（ハイレベル；
Ｖgh）の選択信号Ｓselが印加されるとともに、電源ラインＬａに対して、ローレベル（
非発光レベル；ＤＶＳＳ＝接地電位ＧＮＤ）の電源電圧Ｖsaが印加される。また、有機Ｅ
Ｌ素子ＯＥＬのカソードが接続された共通電極Ｅｃには、例えば電源電圧Ｖsa（＝ＤＶＳ
Ｓ）と同一の接地電位ＧＮＤが、カソード電圧ＥＬＶＳＳとして印加される。
【０１９６】
　この選択状態において、スイッチＳＷ１をオン動作させ、スイッチＳＷ４及びＳＷ５を
接点Ｎｂに接続設定することにより、コントローラ１６０から供給される補正画像データ
ｎd_compが順次データレジスタ回路１４２に取り込まれ、各列ごとのデータラッチ４１（
ｊ）に保持される。保持された補正画像データｎd_compは、ＤＡＣ４２（ｊ）によりアナ
ログ変換され、階調電圧（第３の電圧）Ｖdataとして各列のデータラインＬｄ（ｊ）に印
加される。ここで、階調電圧Ｖdataは、上記（１４）式に示した定義に基づいて、次の（
２８）式のように定義される。
　　Ｖdata＝Ｖ１－ΔＶ(ｎd_comp－１)）　　・・・（２８）
【０１９７】
　これにより、画素ＰＩＸを構成する画素駆動回路ＤＣにおいて、トランジスタＴｒ１３
のゲート端子及びキャパシタＣｓの一端側（接点Ｎ１１）にローレベルの電源電圧Ｖsa（
＝ＧＮＤ）が印加され、また、トランジスタＴｒ１３のソース端子及びキャパシタＣｓの
他端側（接点Ｎ１２）に上記補正画像データｎd_compに対応した階調電圧Ｖdataが印加さ
れる。
【０１９８】
　したがって、トランジスタＴｒ１３のゲート・ソース端子間に生じた電位差（ゲート・
ソース端子間電圧Ｖgs）に応じたドレイン電流Ｉｄが流れ、キャパシタＣｓの両端には当
該ドレイン電流Ｉｄに基づく電位差に対応する電圧（≒Ｖdata）が充電される。このとき
、有機ＥＬ素子ＯＥＬのアノード（接点Ｎ１２）には、カソード（共通電極Ｅｃ；接地電
位ＧＮＤ）よりも低い電圧（階調電圧Ｖdata）が印加されているので、有機ＥＬ素子ＯＥ
Ｌには電流が流れず発光動作しない。
【０１９９】
　次いで、画素発光期間Ｔ302においては、図２２に示すように、各行の画素ＰＩＸを非
選択状態に設定した状態で、各画素ＰＩＸを一斉に発光動作させる。具体的には、図２５
に示すように、表示パネル１１０に配列された全画像ＰＩＸに接続された選択ラインＬｓ
に対して、非選択レベル（ローレベル；Ｖgl）の選択信号Ｓselが印加されるとともに、
電源ラインＬａに対して、ハイレベル（発光レベル；ＥＬＶＤＤ＞ＧＮＤ）の電源電圧Ｖ
saが印加される。
【０２００】
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　これにより、各画素ＰＩＸの画素駆動回路ＤＣに設けられたトランジスタＴｒ１１、Ｔ
ｒ１２がオフ動作して、トランジスタＴｒ１３のゲート・ソース端子間に接続されたキャ
パシタＣｓに充電された電圧（≒Ｖdata；ゲート・ソース端子間電圧Ｖgs）が保持される
。したがって、トランジスタＴｒ１３にドレイン電流Ｉｄが流れ、トランジスタＴｒ１３
のソース端子（接点Ｎ１２）の電位が、有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソード（共通電極Ｅｃ）
に印加されるカソード電圧ＥＬＶＳＳ（＝ＧＮＤ）よりも上昇すると、画素駆動回路ＤＣ
から有機ＥＬ素子ＯＥＬに発光駆動電流Ｉemが流れる。この発光駆動電流Ｉemは、上記補
正画像データの書込動作においてトランジスタＴｒ１３のゲート・ソース端子間に保持さ
れた電圧（≒Ｖdata）の電圧値に基づいて規定されるので、有機ＥＬ素子ＯＥＬは、補正
画像データｎd_compに応じた輝度階調で発光動作する。
【０２０１】
　なお、上述した実施形態においては、図２２に示したように、表示動作において、特定
の行（例えば１行目）の画素ＰＩＸへの補正画像データの書込動作の終了後、他の行（２
行目以降）の画素ＰＩＸへの画像データの書込動作が終了するまでの間、当該行の画素Ｐ
ＩＸは保持状態に設定される。ここで、保持状態においては、当該行の選択ラインＬｓに
非選択レベルの選択信号Ｓselを印加して画素ＰＩＸを非選択状態にするとともに、電源
ラインＬａに非発光レベルの電源電圧Ｖsaを印加して非発光状態に設定される。この保持
状態は、図２２に示したように、行ごとに設定時間が異なる。また、各行の画素ＰＩＸへ
の補正画像データの書込動作の終了後、直ちに画素ＰＩＸを発光動作させる駆動制御を行
う場合には、上記保持状態を設定しないものであってもよい。
【０２０２】
　このように、本実施形態に係る表示装置（画素駆動装置を含む発光装置）及びその駆動
制御方法においては、本発明に特有のオートゼロ法を適用し、データライン電圧を取り込
み、デジタルデータからなる検出データに変換する一連の特性パラメータ取得動作を、特
定のタイミング（緩和時間）で実行する手法を有している。特に、このとき、各画素の有
機ＥＬ素子のカソード（共通電極）に印加されるカソード電圧を、パラメータに応じて特
定の電圧値に設定する（すなわち、切り替える）手法を適用している。これにより、本実
施形態によれば、各画素の駆動トランジスタのしきい値電圧の変動、及び、各画素間の電
流増幅率のばらつきを補正するパラメータを、各画素における有機ＥＬ素子ＯＥＬの電流
特性（特に、逆バイアス電圧の印加に伴うリーク電流）に影響されることなく、短時間で
適切に取得して記憶することができる。
【０２０３】
　したがって、本実施形態によれば、各画素に書き込まれる画像データに対して、各画素
のしきい値電圧の変動、及び、電流増幅率のばらつきを補償する補正処理を適切に施すこ
とができるので、各画素の特性変化や特性のばらつきの状態に関わらず、画像データに応
じた本来の輝度階調で発光素子（有機ＥＬ素子）を発光動作させることができ、良好な発
光特性及び均一な画質を有するアクティブ有機ＥＬ駆動システムを実現することができる
。
【０２０４】
　したがって、本実施形態によれば、各画素に書き込まれる画像データに対して、各画素
のしきい値電圧の変動、及び、電流増幅率のばらつきを補償する補正処理を施すことがで
きるので、各画素の特性変化や特性のばらつきの状態に関わらず、画像データに応じた本
来の輝度階調で発光素子（有機ＥＬ素子）を発光動作させることができる。また、これに
より、電流増幅率のばらつきを補正する補正データを算出する処理と、駆動トランジスタ
のしきい値電圧の変動を補償する補正データを算出する処理を、単一の補正データ取得機
能回路１６６を備えたコントローラ１６０における一連のシーケンスにより実行すること
ができるので、補正データの算出処理の内容に応じて個別の構成（機能回路）を設ける必
要がなく、表示装置（発光装置）の装置構成を簡素化することができる。
【０２０５】
　＜第２の実施形態＞
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　次に、上述した第１の実施形態における表示装置を電子機器に適用した、第２の実施形
態について、図面を参照して説明する。
　上述した第１の実施形態に示したように、有機ＥＬ素子ＯＥＬからなる発光素子を各画
素ＰＩＸに有する表示パネル１１０を備える表示装置１００は、デジタルカメラ、モバイ
ル型のパーソナルコンピュータ、携帯電話等、種々の電子機器に適用できるものである。
【０２０６】
　図２６は、第１の実施形態に係る表示装置（発光装置）を適用したデジタルカメラの構
成例を示す斜視図であり、図２７は、第１の実施形態に係る表示装置（発光装置）を適用
したモバイル型のパーソナルコンピュータの構成例を示す斜視図であり、図２８は、第１
の実施形態に係る表示装置（発光装置）を適用した携帯電話の構成例を示す斜視図である
。
【０２０７】
　図２６において、デジタルカメラ２００は、本体部２０１と、レンズ部２０２と、操作
部２０３と、本実施形態の表示パネル１１０を備える表示装置１００からなる表示部２０
４と、シャッターボタン２０５とを備えている。この場合、表示部２０４において、表示
パネル１１０の各画素の発光素子が画像データに応じた適切な輝度階調で発光動作して、
良好かつ均質な画質を実現することができる。
【０２０８】
　また、図２７において、パーソナルコンピュータ２１０は、本体部２１１と、キーボー
ド２１２と、本実施形態の表示パネル１１０を備える表示装置１００からなる表示部２１
３とを備えている。この場合でも、表示部２１３において、表示パネル１１０の各画素の
発光素子が画像データに応じた適切な輝度階調で発光動作して、良好かつ均質な画質を実
現することができる。
【０２０９】
　また、図２８において、携帯電話２２０は、操作部２２１と、受話口２２２と、送話口
２２３と、本実施形態の表示パネル１１０を備える表示装置１００からなる表示部２２４
とを備えている。この場合でも、表示部２２４において、表示パネル１１０の各画素の発
光素子が画像データに応じた適切な輝度階調で発光動作して、良好かつ均質な画質を実現
することができる。
【０２１０】
　なお、上述した実施形態においては、本発明を有機ＥＬ素子ＯＥＬからなる発光素子を
各画素ＰＩＸに有する表示パネル１１０を備える表示装置（発光装置）１００に適用した
場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。本発明は、例えば、
有機ＥＬ素子ＯＥＬからなる発光素子を有する複数の画素が一方向に配列された発光素子
アレイを備え、感光体ドラムに画像データに応じて発光素子アレイから出射した光を照射
して露光する露光装置に適用してもよい。この場合、発光素子アレイの各画素の発光素子
を画像データに応じた適切な輝度で発光動作させることができて、良好な露光状態を得る
ことができる。
【符号の説明】
【０２１１】
　１００　　表示装置
　１１０　　表示パネル
　１２０　　選択ドライバ
　１３０　　電源ドライバ
　１４０　　データドライバ
　１４３　　データラッチ回路
　１４４　　ＤＡＣ／ＡＤＣ回路
　１４５　　出力回路
　１５０　　カソード電圧制御回路
　１６０　　コントローラ
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　１６３　　乗算機能回路
　１６４　　加算機能回路
　１６５　　メモリ
　１６６　　補正データ取得機能回路
　１６７　　Ｖth補正データ生成回路
　ＳＷ１～ＳＷ５　　スイッチ
　ＰＩＸ　　画素
　ＤＣ　　　画素駆動回路
　Ｔｒ１１～Ｔｒ１３　　トランジスタ
　Ｃｓ　　　キャパシタ
　ＯＥＬ　　有機ＥＬ素子

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】



(53) JP 5146521 B2 2013.2.20

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】

【図２７】
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